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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dispositifs discrets et circuits intégres

Premiére partie: Généralités

1) Les
d’Ety
mesy

2) Ces

3) Dan
dans
perny
mesl

La

La

Publicafion 747.

seulem

Le
148 de]
constity

n'a pag| été j

Les
incorpq

Cett

PREAMBULE
Hécisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions tecChaiq é es Comités
ldes ot sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & 6¢s g estions, “ex lus grande

re possible un accord international sur les sujets examinés.

[écisions constituent des recommandations internationales et s nationaux.

x adoptent
esure ou les conditions nfationales le
afionale correspondante d¢it, dans la

le but d’encourager 'unification internationale, la CE
leurs régles nationales le texte de la recemmandatjQ
ettent. Toute divergence entre la recogimandatio
re du possible, &tre indiquée en termes blairs dans

présente norme a € édarée par . ité 5747 de la CEI: Dispositifs a semiconducteur§ et circuits

intégréy.

une norme générale sur les dispositifs 4 semiconglucteurs, la
acune des parties suivantes (Publications 747-2, 747-3) etc.) traite

Publication

én septembre 1982, a approuvé le remaniement des Publications 147 et
¢ articulation en fonction des semiconducteurs traités. Toutes| les parties
¢ approuvées par des votes suivant la Régle des Six Mois ou la Procédure des Ddux Mois, i

sux circuits intégrés, figurant dans les Publications 147 et 148, sont incorporges dans la

informatigns’ relalves aux essais mécaniques et climatiques, figurant dans les Publications 147-5 et 47-5A, sont

rées dans 1a~Publication 749 de la CEIL

£ \lorine sera tenue 4 jour en révisant et en élargissant son texte parallélement 4 la poursuite des|travaux du
H duet
aduetéurs.

ComitédEnmtes 47 pour—teniTtompte—des progres—cifectuts—dans—te—domaine—des—dispesitis—a—sermd
Notes 1. — Bien que la Publication 147 ait utilisé le terme général «dispositif a semiconducteurs», elle se référait
seulement aux dispositifs discrets. Néanmoins, la presque totalité des informations est également valable pour
les circuits intégrés. Celles-ci ont été incorporées dans la Publication 747-1 sans contrdle détaillé quant a
'application aux circuits intégrés.
Le lecteur doit donc sassurer si un paragraphe particulier est applicable aux circuits intégrés.
2 — Les Publications 747, 748 et 749 annulent et remplacent, au fur et 4 mesure de la parution de leurs

différentes parties les Publications 147 et 148.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices and integrated circuits

Part 1: General

FOREWORD

1) The fornjal decisions or agreements of the JEC on technical matters, prepared b ich all
the Natipnal Committees having a special interest therein are represente ifle, an
internatidnal consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They haye the form of recommendations for international use and the fees in
that sensg.

3) In order|to promote international unification, the IEC expresses adopt
the text|of the 1EC recommendation for their E. Any
divergende between the 1EC recommendation @ ble, be
clearly ifdicated in the latter.

This star ircuits.

Publicatipn 747-1 comsti 7, and
presents thg general cla for a
specific catggory of devices!

The medti ion of
Publications | been
previously eemed
necessary.

Material | and in
Publicationg

Material ded in
Publication

This stagdatd/will be kept up to date by revising and extending the document as the work in Technical Compmittee
No. 47 continues and Takes into AcComT advancesrthe—freidof semiconduetor—deviees:

Notes 1. — Though Publication 147 has been written in terms of “semiconductor devices”, it referred only to discrete

devices. Nevertheless, most of this material was equally applicable to integrated circuits. Therefore, most of
its clauses have been incorporated into Publication 747-1 without a check that each clause was really

applicable to integrated circuits.
The reader should therefore ensure that a particular clause is applicable to integrated circuits.

2. — Publications 747, 748 and 749 supersede and replace, as their different parts are published, Publications 147

and 148.
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52.1 Chapitre VIII
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) A létude.
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532 1 1, 1/- 147-4/-
533 2 iL, One, 2 147-4
53.4 to 53. 3.1 - -
5.4.1 32 Ii, One, 3.2 147-4
5.4.2 33 11, One, 3.3 147-4
543 3.4 I, One, 3.4 147-4
5.4.4 35 11 One, 3.5 147.4
54.5 36 - -
5.4.6
547 Chapter IX
5.4.8
549 1 and 2 5 147-0F

D Under consideration.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets et circuits intégres

Premiére partie: Géneralités

CHAPITRE I: DOMAINE D’APPLICATION ET PRESENTATION
DES PUBLICATIONS 747 ET 748 DE LA CFEI

Puplications 747

Domaine d’application

L’objet des Publications 747 est de donner:

Brésentation

Les Publications 747 se comp¢sent de pluste parties qui sont éditées en Pu
. énuvs A jour par des éditions supplé
oA

q
b

|

quevpar exemple Publication 748-2A.

4 des normes qui sont généralement valables pour les
circuits intégreés;
1 des normes supplémentaires afin de compléig g n@es pour les dispositifs dfscrets.

lications
entaires,

elles ont

jons 748 se composent de plusieurs parties qui sont éditées en Publications
748-2, etc., et sont tenues 4 jour par des éditions supplémentaiges, telles
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices and integrated circuits

Part 1: General

CHAPTER I: SCOPE AND PRESENTATION OF IEC PUBLICATIONS 747 AND 748

1. Publichtions 747

1.1 Scopg
Pyblications 747 are intended to give:

- standards that are generally valid for discrete deyices as\wet

— additional standards to complete the

1.2 Presdntation

blications 747 are made up which are

Publications 747-1, 747-
example, Publication

2. Publiqa

2.1 Scop

intZI

2.2 Presén

integrated circuits.

8 are made up of several parts which are
Publications 74
exafpple; Publication 748-2A.

e devices.

issued as

ad in conjunction with Publication 747-1 and

issued as

8.1,748-2, etc. They are kept up to date by the issue of supplemen

x_intégrated cirg

sey

S€

uits ;

arate
B, for

are

arate
, for
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CHAPITRE II: BUT ET PRESENTATION DE LA PUBLICATION 747-1

1. But

— Donner des informations générales sur le domaine d’application et la présentation des
Publications 747 et 748 (voir chapitre I).

— Donner des informations sur les principes généraux ou les exigences geénérales
applicables aux Publications 747-2, 747-3, etc, qui sont les normes pour les diverses
catégories ou sous-catégories de dispositifs discrets.

2. Prisentation

sus sont

Il contient des termes - généraux avec leurs /définiti ¢otssai la compréhgnsion des

Il fournit un systéme de symrboles littera ¢ ~do| i itifs discrets et des circuits
intégrés.
— Chapitre VI: Valeurs limites et ‘sa
11 fournit en particulier:

hssurer des

bivent étre

: 1Sp itifs sen'b s aux charges électrostatiques.
gehtes relatives a la mampulauon et au marquage de tels dispositifs, valablles dans le
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CHAPTER II: PURPOSE AND PRESENTATION OF PUBLICATION 747-1

1. Purpose

— To provide general information on scope and presentation of the Publications 747 and
748 (see Chapter I).

~ To provide information on the general principles or requirements applicable to
Publications 747-2, 747-3, etc., which are the standards for the various categories or
sub-categories of discrete devices.

2. Presentation

e information on general principles or requirements is presep
IX the present publication.

Note. |— Contents of Chapters III to IX:

— Chapter IV: Terminology, general.
Contains a list of basic terms and definitions that apé
747 and 748.

— Chapter V: Letter symbols, general.
Provides a system of letter symbol

ptions

eits.

— Chapter VI: Essential ratings and cha
Provides in particular:
® general clauses on electrical, meg

eneral and
informa Chieve

given

d for
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CHAPITRE III: BUT, PRESENTATION ET EXIGENCES RELATIVES AUX

PUBLICATIONS 747-2, 747-3, ETC.

1. But de chaque publication

Fournir, pour une catégorie de dispositifs donnée, les informations et les
nécessaires en plus de celles, générales, indiquées dans la Publication 747-1.

2. Présentation de chaque publication

2.1

22

3. Exigences relatives a

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

Subdivision en chapitres

exigences

Le contenu de chaque publication est subdivisé comme suit:
}+ Chapitre 1: Généralités.

L Chapitre II: Terminologie et symboles littéraux.

| Chapitre I1I: Valeurs limites et caractéristiques essentiel

Chapitre IV: Méthodes de mesure.

[ Chapitre V: Réception et fiabilité.

Subdivision en sous-catégories de dispositifs

La catégorie de dispositifs, traitée dans
différentes sous-catégories. Dans cexcas\le¥

ubdivisés en sections correspondantes. No
Je telles subdivision

et V (voir paragraphe

¢haque publication

A

Exigences ¢

ur—toutes—les mfégnﬁpc de dispositifs concernés:
xr

est normalement subdivisée en

2.1) sont

ent, les chapitres I, I et IV mont pas

iblication
tion.

a) donner les termes spéciaux et leurs définitions, nécessaires en plus des termes de la

Publication 747-1 pour une compréhension des normes;

b) donner les symboles littéraux recommandes.

3.2.2  Validité des termes, définitions et symboles littéraux

Quelques-uns des termes définis dans le chapitre Il sont déja définis comme termes
généraux dans le chapitre IV de la presente publication. Toutefois, la teneur de la

définition peut étre modifiée pour mieux s’adapter a la catégorie concernée.
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CHAPTER III: PURPOSE, PRESENTATION AND REQUIREMENTS
ON THE CONTENTS OF PUBLICATIONS 747-2, 747-3, ETC.

1. Purpose of each part

For a particular device category, to provide such information and requirements that are
valid in addition to the general standards of Publication 747-1.

2. Presentation of each part

2.1 Subdivision into chapters

The contents of each part are subdivided as follows:
— Chppter I: General.
— Chppter II: Terminology and letter symbols.
— Chhppter III: Essential ratings and characteristics.

— Chppter IV: Measuring methods.

— Chhapter V: Acceptance and reliability.

2.2 Subdiyision into device sub-categories

subdivided into seyeral
sub-categories. In this case, Chapters Ik v ; quse 2.1) are subdivided |into
correponding sections. Chapters &\ usually given without such a
device-oriented subdivision

3. Requir¢ments on the d

rements @n

3.1 Requi

3.1.1  Pun

To
only,|

part

3.2 Requ

3.2.1  Pur

3 1 hd b Jaarl
Forthe—device category as—a—whote:

a) to provide those special terms and definitions that are needed, in addition to those
given in Publication 747-1, to understand the standards;

b) to give the recommended letter symbols.

3.2.2 Validity of terms, definitions and letter symbols

Some of the terms defined in Chapter II may already be defined as general terms in
Chapter IV of the present publication. However, the wording of such a definition given
may be slightly different to better adapt it to the special properties in this device
category.
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3.3.1

34

34.1

3.5

3.5.1
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En principe, les termes, définitions et symboles littéraux donnés dans le chapitre 11
sont valables pour tous les dispositifs appartenant a la catégorie correspondante.
Cependant, il peut y avoir certaines restrictions pour une ou des sous-catégories; celles-ci

sont alors signalées.

Symboles littéraux

Les symboles littéraux sont composés suivant les régles générales indiquées au chapitre V

de la présente publication.

Exigences relatives au chapitre 111, Valeurs limites et caractéristiques essentielles

Bt
BDHH

Donner pour chaque sous-catégorie particuliére une liste
caractéristiques essentielles que doit publier tout fabricant po
listes contiennent seulement les informations considéree
Pinterchangeabilité des dispositifs. Un fabricant pe i
informations supplémentaires.

Exigences relatives au chapitre IV, Méthodes de

But
Pour les dispositifs de chaq

— prescrire les principes des re / nécessaires pour me

Exigences relatiye
But
Prescrire” po

applicables
régles étab

séCessaires sur ces essais doivent étre donnés s
de la présente publication.

mites et
duit. Ces
s pour
ner des

surer  les

qui sont
ilivant les
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In principle, the terms, definitions and letter symbols given in Chapter II are valid for

all devices belonging to the relevant device category. However, further restrictions for one
or more sub-categories may be necessary and are marked correspondingly.

3.2.3 Letter symbols

The letter symbols are composed according to the general rules for a system of letter
symbols, given in Chapter V of the present publication.

3.3 Requirements on Chapter I1I, Essential ratings and characteristics

3.3.1 Purpose

Td provide for each particular sub-category a list of essential ratin
that [should be supplied by any manufacturer when describing My
contgins only the information considered to be essential for devi
manyfacturer may give additional information if he wishes.

stics
ig list

3.4 Requfrements on Chapter 1V, Measuring methods

3.4.1 Purpose
Fdr the whole of the relevant deyice\categ

- to preécribe the principles of those 2 g the
me¢asurement of the required essen s

— to| prescribe test methods for tl eri sl es).

3.5 .. Requjrements on Ch

3.5.1 Purpose Q
prescribe for ea

5 are
the
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23

24

2.5

2.6

2.7

2.8
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CHAPITRE IV: TERMINOLOGIE, GENERALITES

Introduction

Les termes et définitions figurant dans la présente publication:

— soit correspondent aux termes et définitions généraux de la Publication 50 de la CEI:
Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), la teneur étant parfois légérement
spécialisée, '

- soit ont été spécifiquement approuvés aux fins des Publications 747 et 748.

Tearmes physiques

Semiconducteur

Matériau dont la résistivité est normalement comprise f é et celle
des isolants, et dont la concentration de porteurs de \char@e\¢ i it| avec la
{empérature dans une certaine plage de températures

Semiconducteur dont la concentration de 3 hretés ou
Hes autres imperfections.

Semiconducteur type N
Semiconducteur extrinséque ction est

cupérieure a la densité

o

Semi eure a la

densité

L,
n

de trous

lectriques

différentes. , .

Jonction PN

Jonction entre des matériaux semiconducteurs P et N.

Jonction par alliage

Jonction formée en alliant un ou plusieurs matériaux & un cristal semiconducteur.

Jonction par diffusion

Jonction formée par la diffusion d’'une impuret¢ 4 Dintérieur d’un cristal
semiconducteur.
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2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

2.8

29
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CHAPTER 1V: TERMINOLOGY, GENERAL

The terms and definitions contained in the present publication:

— either correspond to the general terms and definitions of IEC Publication 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), using, in some cases, a specialized

wording,

— or have been specifically approved for the purpose of Publications 747 and 748.

Physical terms

Semi¢onductor

A |material with resistivity usually in the range between metgls 2
the ¢lectrical charge carrier concentration increases with incre

templerature

Extripnsic semiconductor

A|semiconductor with charge carrier concentration (depende

range.

impgrfections.

N-type semiconductor

hole| density.

P-type semiconductor

sezﬁco 3

Extrinsic
elecfron den

Ltyp
N

nearlle

Juncli

Al

t upen/impurities or pther

O

Extrinsic semiconductor in which ductio ectron density exceeds the mpobile

are

sition between semiconducting regions of different electrical propefties.

PN junction

A junction between P and N-type semiconductor material.

Alloyed junction

A junction formed by alloying one or more materials to a semiconductor crystal.

Diffused junction

A junction formed by the diffusion of an impurity within a semiconductor crystal.
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2.10  Jonction par tirage

Jonction produite durant la croissance d’un cristal semiconducteur & partir d’'un bain
de fusion.
2.11 Sens direct (d'une jonction PN)

Sens de circulation d'un courant continu permanent pour lequel une jonction PN
présente la plus faible résistance.

Note. — Cette définition peut ne pas s’appliquer aux dispositifs tunnel.

2.12 Sens inverse (d’une jonction PN)

: : tion PN
brésente la plus forte résistance.
Vote. — Cette définition peut ne pas s’appliquer aux dispositifs tunnel.
Porteur de charge (abréviation: porteur)
Dans un semiconducteur, électron de conduction m
rteurs.
porteurs.
uffisante
Purs.
état de
1s faible,
dans un
Lefniconductetr sous l'action d’un champ électrique intense. Des porteurs libreq gagnent
rtors—assez—d*énergie—pourtibérer—parionisation—de—nouvelles—paires—électron-trou

2.19 Tension d’avalanche

Tension appliquée a laquelle le claquage par avalanche se produit.

220 Claguage par effet thermique (d'une jonction PN semiconductrice)

Claquage provoqué par la génération de porteurs de charge libres, due a I’interaction
entre augmentation de la dissipation de puissance et I'augmentation de la température
de la jonction.

Note. — Cet effet est aussi désigné par le terme emballement thermique dans certains pays.


https://iecnorm.com/api/?name=990ddf02906fe9059a417904e4367c2d

747-1 © 1IEC 1983 — 23 —

2.10 Grown junction

A junction produced during the growth of a semiconductor crystal from a melt.

2.11 Forward direction (of a PN junction)

The direction of continuous (direct) current flow in which a PN junction has the
lowest resistance.

Note. — This definition may not apply to tunnel devices.

2.12  Reverse direction (of a PN junction)

The—direction—of—continuous—(direct)—current flow in which a PN junection has the

e

higher resistance.

Note. 1— This definition may not apply to tunnel devices.

2.13 Change carrier (abbreviation: carrier)

In [a semiconductor, a mobile (free) conduction electron

2.14 Majarity carrier (in a semiconductor region)
The type of carrier constituting more alf
concgntration.

2.15 Min
Th

on.

2.16 Depletion layer

A net
fixed
2.17 Breq
A high
dyn ising
magii
2.18 Ava
A rs in

a sdmiconductor “under the action of a strong electric field which causes some| free

SNV . L L . .
carriers—to—gaimenough—energy—to—liberate—new—hole-electron—pairs by ionization

2.19 Avalanche voltage

The applied voltage at which avalanche breakdown occurs.

220 Thermal breakdown (of a semiconductor PN junction)

A breakdown that is caused by the generation of free charge carriers owing to the
cumulative interaction between increasing power dissipation and increasing junction
temperature.

Note. — This effect is also known as thermal runaway in some countries.
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2.21

2.22

223

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28
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Claquage par effet Zener (d'une jonction PN semiconductrice)

Claquage provoqué par la transition des électrons de la bande de valence a

la bande

de conduction; cette transition est due 4 une action tunnel sous l'influence d’un champ

¢électrique intense.

Tension de Zener

Tension appliquée a laquelle le claquage Zener se produit.

Effet tunnel

Traversée d’une colline de potentiel par un porteur en dessous de la créte, qui serait
impossible d’aprés la mécanique classique, mais dont la probapilité pas nulle
d’aprés la mécanique ondulatoire, si P'épaisseur de la colline/es L’onde
associée a la particule se réfléchit presque totalement sur |1 mais une
petite fraction traverse la colline.

Action tunnel (dans une jonction PN)

Processus par lequel une conduction provoguée p fravers la
barriére de potentiel et dans lequel les électrpns (Ci entre la
bande de conduction dans la région N et/Ta\ bande B
Note. — L’action tunnel, 4 la différente diffusion| de poxteurs~de 4rge, entraine seulement des électrons

et pour des fins pratiques le te

Effet Hall

B est I'induction magnétique

provoquée dans un conducteuf ou un

e dernier,

Note. — Le type de porteurs majoritaires peut généralement étre déduit du signe du coefficient de Hall.

Effet photoélectrique

Phénoméne d’interaction entre le rayonnement et la matiére caractérisé par I’absorption

de photons et la génération consécutive de porteurs de charge mobiles.

Effet photovoltaique

Effet photoélectrique par lequel une force électromotrice est engendrée.
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2.21 Zener breakdown (of a semiconductor PN junction)

A breakdown caused by the transition of electrons from the valence band to the
conduction band due to tunnel action under the influence of a strong electric field.

2.22 Zener voltage

The applied voltage at which Zener breakdown occurs.

2.23  Tunnel effect

T ing to
clas wave
mech \rrier
is al

2.24 Tun

A nnel
effeq the
N-re
Note. hctical

2.25 Hal

N yused
by magnetization being
paraflel to the:%ect

2.26 Hall coefficient o
(Hdl constan
whete: s resulting transverse electric field
Jis the_current density
B isthe—magneticflux density
Note. — The sign of the majority carrier charge can usually be inferred from the sign of the Hall coefficient.

2.27 Photo-electric effect

Interaction between radiation and matter resulting in the absorption of photons and
the consequent generation of mobile charge carriers.

2.28 Photovoliaic effect

A photo-electric effect wherein an electromotive force is generated.
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4.1
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4.3

4.4

4.5
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Termes généraux

Borne (d'un dispositif d semiconducteurs)
Point de connexion spécifié accessible extérieurement.

Note. — La définition est en cours de révision.

Electrode (d'un dispositif ¢ semiconducteurs)

EI 1983

Partie assurant le contact électrique entre la région spécifiee du dispositif a

\

semiconducteurs et le fil de connexion relié a sa borne.

Note. — La définition est en cours de révision.

Dlispositif a semiconducteurs

Dispositif dont les caractéristiques essentielles soni~d porfeurs de
charge a I'intérieur d’un semiconducteur.
Diispositif sensible aux charges électrostatiques

Dispositif discret ou circuit int agé de facon irrévergible par
des potentiels électrostatiques ‘ ) d’opérations courantes de
manipulation, d’essais et d’expéditi
Hiode a semiconducteurs, diode

Dispositif & semi ; de sédant une caractéristique tension) courant
asymétrique.
Note. — Sauf, spécificativh <o raire\c€ terme\s’applique normalement 4 un dispositif dont la caractéristique

teou ant est celle\d une\seuls_j

eongue pour le redressement et comprenant ses
ent et de montage s’ils forment un tout avec elle.

Combindison\en un groupe unique d’une ou de plusieurs diodes de redressem
dventuellement ses (ou leurs) accessoires de refroidissement et de montage et
¢onn€xions électriques ou mécaniques.

propres

ent avec
avec ses

Diode de redressement a avalanche

Diode de redressement qui a des caractéristiques de tension données de

claquage

minimale et qui est prévue pour dissiper de la puissance en surcharge accidentelle dans

la région de claquage de sa caractéristique inverse.

Diode de redressement @& avalanche contrélée

Diode de redressement qui a des caractéristiques données de tension de
maximale et minimale, et qui est prévue pour fonctionner en régime permanent
région de claquage de sa caractéristique inverse.

claquage
dans la
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3. General terms

3.1

32

4. Types pf devices

4.1

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

Terminal (of a semiconductor device)
A specified externally available point of connection.

Note. — The definition is under revision.

Electrode (of a semiconductor device)

That part providing the electrical contact between the specified region of a semi-
conductor device and the lead to its terminal.

Note. — The definition is under revision.

Semigonductor device
A|device whose essential characteristics are due to the fi

semifonductor.

Electrostatic sensitive device

A| discrete device or integrated
electrostatic potentials encountered

Semitonductor diode, diode

A| two-terminal se an asymmetrical voltage-current

characteristic.

Note.| — Unless otherwise qualified : ally means a device with the voltage-current characferistic
typica" g jhctis

Semi
A d for rectification and including its associated mounting
and gral with it

Al si re of one or more rectifier diodes with its (or their) assogiated
nting(s), cooling attachments, if any, and connections whether electrical or
mechanical.

Avalanche rectifier diode

A rectifier diode which has stated minimum breakdown voltage characteristics and is
rated to dissipate power surges for a limited time in the breakdown region of its reverse
characteristic.

Controlled-avalanche rectifier diode

A rectifier diode which has stated maximum and minimum breakdown voltage
characteristics and is rated to operate under steady-state conditions in the breakdown
region of its reverse characteristic.
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4.11

4.12

4.13

4.14

4.15
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Diode de signal

Diode utilisée pour extraire ou acheminer des informations contenues dans un signal
électrique qui varie avec le temps et peut étre de nature digitale ou analogique.

Diode a retour rapide

‘Diode a semiconducteurs qui emmagasine une charge lorsqu’elle est polarisée en direct
et qui la restitue brusquement lors de la conduction qui suit I’établissement de la
polarisation inverse, provoquant ainsi une variation brutale de I'impédance qu’elle
présente.

Diode de tension de référence

Diode qui développe entre ses bornes une tension de référence ision, [spécifiée
quand elle est polarisée pour fonctionner dans une gamme de ¢

gamme de courants spécifiée.

Diode régulatrice de courant

Diode qui limite le courant gamme
gpécifiée de tensions.
Diode 4 semicopd ransition brusque de I’état |4 haute

A

impédance a celul versa, selon la temsion de polarisation

tontinue ou g diode, et qui présente en hyperfgéquences
fespectivement § impédance, ce qui permet 4 la diode de laisser
passer o 3 igna perfréquences.

Y

qui présente une transition brusque de I'état |a haute
ible résistance et vice versa, selon le niveau de puissance
a la diode, et qui présente en hyperfréquences respeg¢tivement
ne fajble impédance, ce qui permet a la diode de limiter ou de supprimer

Dibde a capacité variable

Diode a semiconducteurs dont la capacité aux bornes varie de maniére définie en
fonction de la tension appliquée, lorsque la diode est polarisée en inverse, et qui est
destinée a des applications spécifiques de la variation de la capacité en fonction de la
tension.

1 Diode a capacité variable pour accord de fréquence

Diode a capacité variable, dont la relation entre la capacité et la tension convient
spécialement a I'accord des circuits résonants a @ élevé et qui est généralement
caractérisée par une fréquence de résonance série et une fréquence de coupure trés
supérieures 4 la fréquence d’utilisation.
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4.8 Signal diode
A diode used for the purpose of extracting or processing information contained in an
electrical signal which varies with time and may be either analogue or digital in nature.
49 Snap-off (step recovery) diode

A semiconductor diode that stores charge under forward bias and recovers from
subsequent reverse-bias conduction in an abrupt (step) fashion, thereby causing an abrupt
transition of its terminal impedance.

4.10 Voltage-reference diode

A| diode which develops across its terminals a reference voltage of pecified_aCey
whep biased to operate within a specified current range.

racy,

4.11 Volfage-regulator diode

A|diode which develops across its terminals an essentja rhout

a specified current range.

4.12 Curfent-regulator diode

A| diode that limits current to Itage
range.
4.13 Midrowave switching diode
Al semiconductor digde i S to a
low{resistance state and\ vice depe e d.c. bias voltage or current applied
to the diode, thug : 1 ance,
respectively, wlj'ch
4.14 Mi
A to a
low : versa, depending on the r.f. power level delivered I) the
dioge eprésenting at microwave frequencies a high or a low impedance,

4.15 Valiable-capacitance diode

A semiconductor diode, the terminal capacitance of which varies in a defined manner
as a function of applied voltage when biased in the reverse direction, and that is
intended for specific applications of this capacitance-voltage relationship.

4.15.1 Tuning variable-capacitance diode

A variable-capacitance diode, the capacitance-voltage relationship of which is especially
suitable for tuning high-Q resonant circuits, and that is usually characterized by a
frequency of series resonance and a cut-off frequency, each much higher than the
frequency of use.
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4.15.2 Diode a capacité variable génératrice d’harmoniques

Diode 4 capacité variable destinée a étre utilisée comme multiplicateur de fréquence
par suite de la non-linéarité de sa caractéristique capacité-tension. L’excursion de tension
peut étre telle que Pon atteigne la caractéristique directe.

4.15.3 Diode d capacité variable pour amplification paramétrigue

Diode a capacité variable présentant une résistance négative due au «pompage» de la
diode par un signal local, et destinée a amplifier les signaux de faible amplitude dans
les amplificateurs paramétriques a faible bruit.

4.15.4 _Diode 4 capacité variable utilisée en transposeur de fréquence

Diode a capacité variable dont la capacité en fonction de la ¢ linéaire
lorsqu’elle est «pompée» par un signal local, et destinég comme
fransposeur de fréquence.

4.16 |Diode a avalanche a temps de transit
suite des
¢ ransit.
4.16.1 le mode
IMPATT)
risée en
tterminée
1 h limitée
dans la région de dép
Vote. — Le terme «
4.16.2| Diode le mode
TRAPATT)
irisée en
résistance négative a des fréquences inférieures au domaine de
: ative est
et a la disparition d’'un plasma d’électrons et de trous qui|résultent
oite entre la diode et une cavité hyperfréquences a [multiples
Notes 17 — Le tefme «TRAPATT» provient de I'anglais: Trapped Plasma Avalanche Transit Time.
2. — Le «domaine de fréquences correspondant au temps de transit dans la diode» est le domaine de

fréquences déterminé par le temps de transit des porteurs de charge ayant une vitesse de saturation
limitée dans la région de déplétion de la diode.

4.17 Diode tunnel

Diode ayant une jonction PN dans laquelle une action tunnel se produit, créant une
conductance différentielle négative dans une certaine partie de la caractéristique
courant-tension dans le sens direct.

4.18 Diode unitunnel

Diode tunnel dont les courants de pic et de vallée sont approximativement égaux.
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4.15.2 Harmonic generation variable-capacitance diode

A variable-capacitance diode intended to be used as a frequency multiplier by means
of its non-linear capacitance-voltage characteristic. The voltage swing may extend into the
forward direction.

4.15.3 Parametric arﬁpliﬁer variable-capacitance diode

A variable-capacitance diode with a negative resistance generated by “pumping” the
diode with local power and used for amplifying signals of small amplitude in low-noise
parametric amplifiers.

4.15.4 Frequency up-convertor variable-capacitance diode

A|variable-capacitance diode with a voltage-dependent non-linear capagitance, “puaned”

by 1pcal power and used as a frequency up-convertor.

4.16 Avalanche transit-time diode

Al diode that exhibits negative output resistance at Imicrow i d by
the kombined effects of the avalanche multiplication i ¢

4.16.1 IMPATT diode (avalanche transit-time diode (in

Al semiconductor microwave diode that)\ its” ] i ;Tche,
exhibits a negative resistance over 4@ ¢ e of
charge carriers with saturation limited v@ throbgh the depletion region.

Note| — The acronym “
4.16.2 TRAPATT
nche,
ffequencies below the transit-time frequency range ¢f the
b dissipation of trapped electron-hole plasma resulting | from

I/ ~~The acrorym “TRAPATT” is derived from Trapped Plasma Avalanche Transit Time.
2.2 The “transit-time frequency range of the diode” is the frequency range determined by the|transit
time of charge carriers with saturafion hmited velocity Throu i T fode.

4,17 Tunnel diode
A diode having a PN junction in which tunnel action occurs giving rise to negative
differential conductance in a certain range of the forward direction of the current-voltage

characteristic.

4.18 Unitunnel diode (backward diode)

A tunnel diode whose peak and valley point currents are approximately equal.
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Cellule photoconductrice

Dispositif dans lequel I’effet de photoconduction est utilisé.

Cellule a effet photovoltaique

Dispositif dans lequel I’effet photovoltaique est utilise.

Photodiode

Diode dans laquelle I’effet photoélectriqile est utilisé.

Phototransistor

Transistor dans lequel effet photoélectrique est utilisé.

Thyristor
Dispositif a semiconducteurs bistable, comprenant troi us, \qui [peut étre

rommuté de état bloqué a I’état passant ou vice verse

Notes 1. — On utilise le terme «thyristor» comme terme oute la gamme des

commutateurs de type PNPN.
Il peut étre employé seul pour n'importe que} memabre deNa\famille dey thyristors, a conldition qu’il
n’en résulte aucune ambiguité ni aucune confusion. /En cparticulier, ¢ terme abrégé «thlyristor» est
i autrefois appelé: «redressqur contrdlé

nt des caractéristiques de cpmmutation

de Afournir une amplification en puigsance et
I

décrire certains types spéciaux de difpositifs a

Note.. — D’aptres

courant circulant dans un canal conducteur est contrélé par
une tension appliquée entre les bornes de grille et de |source.

utiisant la forte pente des caractéristiques de blocage courant-tepsion de
enium pour limiter les surtensions transitoires.

plagues au s

Note. — Plaque au sélénium: élément de base d’un limiteur de surtensions transitoires au sélénium, constitué par
deux électrodes métalliques (plaque de base et contre-électrode) avec, entre les deux, une couche de
sélénium polycristallin semiconducteur.

Les limiteurs peuvent étre de deux types:

a) Polarisé:
Limiteur de surtensions transitoires au sélénium ayant une caractéristique courant-tension
dissymétrique.

b) Non polarisé:
Limiteur de surtensions transitoires au sélénium ayant une caractéristique courant-tension
symeétrique.
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Photoconductive cell

A device in which the photoconductive effect is utilized.

Photovoltaic cell

A device in which the photovoltaic effect is utilized.

Photodiode

A diode in which the photoelectric effect is utilized.

Phototransistor

A [transistor in which the photoelectric effect is utilized.

Thynistor

A |bi-stable semiconductor device comprising three or mdre junsti ichy cag be

Notes|1. — The term “thyristor” is used as a generic term to cover

It may be used by itself for any member of the i 1 en_such)use does not resplt in
ambiguity or misunderstanding. In particular, the 1 3 r the

-layer
Transistor
A |semiconductor devi e or
more terminals.
y this

Note. |— Other n ma
definiti

Field-effect tra

A ¢nt flowing through a conduction channel is contrplled
by a a voltage applied between the gate and source termipals.
Sele

A | device g the steep slope of the blocking current-voltage characteristiqs of

ot limiting transient overvoltages.

seledintn plates

Note. — Selenium plate: basic clement of a selenium transient overvoltage suppressor consisting of two metal
electrodes (base plate and counter-electrode) with a polycrystalline semiconducting selenium layer
between them.

Suppressors may be of two types:

a) Polarized:
Selenium transient overvoltage suppressor having an asymmetrical current-voltage

characteristic.

b) Non-polarized:
Selenium transient overvoltage suppressor having a symmetrical current-voltage

characteristic.
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5. Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques

Note. — Quand il existe plusieurs formes pour un symbole littéral, la forme la plus fréquemment utilisée est
indiquée dans cet article.

5.1 Tensions

5.1.1 Tension directe (Vg)
A T'étude.

5.1.2 Tension inverse (Vy)

Tension a travers une jonction ou une diode quand elle est polarisée dans le sens
correspondant a4 1a pius grande TEsiStance:

[Note. — Cette définition peut ne pas s’appliquer aux diodes tunnel.

5.1.3 | Tension flottante (V)

Tension développée entre une borne en circuit ofvert : i référence

5.1.4 | Tension de claquage (Vgy))
Tension inverse a laquelle le courant inve ur a4 une

valeur spécifiée.

5.2 [lempératures

5.2.1 | Température du boitier (T;ye.)
Température le boitier dun dispositif a

semiconducteurs.

522
est stocké sans qu’il lui soit appliqué de tension.

523

sur une représentation simplifiée du comportement

Pour \les dispositifs 4 semiconducteurs 4 jonction(s), ce terme peut étre appelé tempérafure virtuelle
équiydlente) de jonction.
7. — La Yempérature virtuelle n’est pas nécessairement la température la plus élevée du disposifif.

5.3 Caractéristiques thermiques

5.3.1 Résistance thermique (d’un dispositif @ semiconducteurs) (Ry)

Quotient de:

1) la différence entre la température virtuelle du dispositif et la température d’'un point
de référence extérieur spécifié, et

2) la dissipation de puissance en régime permanent dans le dispositif & semiconducteurs.

Notes 1. — La résistance thermique s’exprime généralement en “C/W.
2. — On suppose que la totalité du courant calorifique, causé par la dissipation de puissance, s’écoule
dans cette résistance thermique.
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5. Terms related to ratings and characteristics

s

Note. — When several forms of a letter symbol exist, the most commonly used form is given in this clause.

5.1 Voltages
5.1.1 Forward voltage (V)

Under consideration.

5.1.2 Reverse voltage (V)

The voltage across a junction or a diode when biased in the direction corresponding

h S | e
to thetrgherresistance:

Note. | This definition may not apply to tunnel diodes.

5.1.3 Flogting voltage (V)

The voltage between an open-circuited terminal and t
specified voltage is applied to any of the other terminals.

5.1.4 Breqkdown voltage (V)

Thie reverse voltage at which the reverse curre
than [a specified value.

pater

5.2 Temperatures

5.2.1 Casg temperature (T )

Thie temperature measuie ce.

5.2.2 Stotage temperqture
The tempen@

Intern

A
and [ele

rmal

Notes| 1. ) ioh semiconductor devices, this term may be called virtual (equivalent) junction temperpture.

5.3 Thermal characteristics

5.3.1 Thermal resistance (of a semiconductor device) (Ry,)
Quotient of:
1) the difference between the virtual temperature of the device and the temperature of a
specified external reference point, and
2) the steady-state power dissipation in the semiconductor device.

Notes 1. — Thermal resistance is usually expressed in °C/W.
2 1t is assumed that the total heat flow, caused by the power dissipation, is flowing through this

thermal resistance.
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5.3.2 Facteur de réduction avec la température (K,)
Facteur par lequel la valeur limite de la puissance dissipable doit étre réduite si I'on
augmente la température ambiante ou la température du boitier.
5.3.3 Capacité thermique (d'un dispositif a semiconducteurs) (Ca)

Quotient de Iénergie accumulée sous forme de chaleur dans le dispositif par la
différence entre la température virtuelle du dispositif et la température d’un point de
référence extérieur spécifié.

Note. — La capacité thermique s’exprime en général en joules par degrés Celsius.
5.3.4 Réseauthermigue équivalent

Réseau comprenant des résistances thermiques, des capacités th i 5 sources
He courant calorifique, qui donne une représentation des cofditi ermiques et du
comportement en température d’un dispositif a semlconducte s X0 tccuip intégré)
Hans des conditions de charge électrique et que l'on hiculs de
empérature au moyen d’un réseau électrique analogue

Ce, s’écoule

source de
totale qui

5.3.5

5.3.6 quivalent

lent qui représente la résistance a un courant

5.3.7

4 différence de température, atteinte au bout d’un certain tenmyps, entre
la-fempératuye virtuelle et la température d’un point de référence extérieur spgcifie, et

2) Ia modification en forme de fonction ¢chelon de la puissance dissipee au deébut du
méme intervalle de temps provoquant la modification de la température.

Notes 1. — Immédiatement avant le début de cet intervalle de temps, la distribution de la température dans le
dispositif doit étre constante en fonction du temps.
2. — L’impédance thermique transitoire est donnée en fonction de la durée de lintervalle de temps. -

5.3.8 Impédance thermique en régime dimpulsions (Z)p)
Quotient de:

1) la différence entre la valeur maximale de la température virtuelle due & la puissance
en impulsions et la valeur de la température d’un point de référence externe spécifié, et
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5.3.2  Thermal derating factor (K,)
The factor by which the power dissipation rating must be reduced with increase of
ambient or case temperature.
5.3.3 Thermal capacitance (of a semiconductor device) (Gy)

Quotient of the energy stored as heat in the device and the difference between the
virtual temperature of the device and the temperature of a specified external reference
point.

Note. — Thermal capacitance generally is expressed in joules per degrees Celsius.

5.3.4 Egquipalent thermal neiwork
A hetwork consisting of thermal resistances, thermal capacitances
flow, |which gives a representation of thermal conditions and temperature beha jour
semigonductor device (or integrated circuit) under electrical load
for tqmperature calculations by means of an analogous electrical nt
Notes J. — It is assumed that the total heat flow, caused by the—pe issipati i this
equivalent thermal network.
D As far as possible, equivalent thermal networks wit hsed.
The heat flow then corresponds to the total powe evice
(or integrated circuit).
5.3.5 Equjvalent thermal network capacitance
An|
Note.
5.3.6 Equj
Anl heat
rval,
ence

2) the step-function change of power dissipation at the beginning of the same time
interval causing the change of temperature.

Notes I. — Immediately before the beginning of this time interval, the temperature distribution within the device
must be constant with time.
2. — Transient thermal impedance is given as a function of the duration of the time interval.

5.3.8 Thermal impedance under pulse conditions (Zn)p)
Quotient of:

1) the difference between the maximum virtual temperature caused by the pulse power
and the temperature of a specified external reference point, and
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2) 'amplitude de la dissipation de puissance, dans le dispositif, produite par une suite
périodique spécifiée d’impulsions rectangulaires.

Notes 1. — Les phénoménes transitoires initiaux sont négligés et la dissipation de puissance en continu est

supposée nulle.
2. — Limpédance thermique en régime d’impulsions est donnée en fonction de la durée des impulsions

avec le facteur d’utilisation comme parametre.

54 Bruit

5.4.1 Température de bruit (T,)

Température physique uniforme absolue (en kelvins) a laquelle un réseau (et tous ses
oénérateurs, si c’est un multipole) devrait(ent) étre maintenu(s) s’il /ggt ses générateurs)
tait(ent) passif(s), de fagon & rendre disponible (ou fournir) la méme puissance de bruit
hléatoire par bande passante unité (densité spectrale), a une fréQuence donneéel égale a
belle réellement disponible (ou fournie) a partir du réseau.

Wote. — Dans ce texte, réseau passif signifie réseau ne fournissant que du

5.4.2 | Température de bruit de référence (T, Tho)

a température de
bruit et

qu’aucune

543

$ la bande de fréquences de sortig, lorsque
ents 4 l'entrée est égale 4 la température de
fréquences qui contribuent au bruit en sprtie, a

bruit @fé
D) la partis/du\po au bruit de la résistance de signal d’entrée, dans |la bande

5.4.4

ale de bruit en sortie pour une bande passante unit§ (densité
une seule fréquence de sortie, lorsque la température de bruit dg¢ tous les
A Pentrée est égale a la température de bruit de référence Tp, pour foutes les
fréequences qui contribuent au bruit en sortie, 4

2) la partie du point 1) due au bruit de la résistance de signal d’entrée, a la fréquence
du signal d’entrée.
5.4.5 Bruit en 1/f (bruit rose)

Bruit dont la puissance pour une bande passante unité (densité spectrale) est
inversement proportionnelle a la fréquence, et qui a de ce fait une puissance constante
par octave ou décade (etc.) de fréquence.

5.4.6 Facteur de bruit total moyen (d’une diode mélangeuse et d'un amplificateur F.1) (F,)

Facteur de bruit moyen d’un mélangeur mis en série avec un amplificateur F.L
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2) the amplitude of the power dissipation in the device produced by a specified periodic
sequence of rectangular pulses.

Notes 1. — The initial transient phenomena are neglected and zero continuous power dissipation is assumed.

2. — The thermal impedance under pulse conditions is given as a function of the duration of the pulses
with the duty factor as a parameter.

5.4 Noise

5.4.1 Noise temperature (T,)

The uniform physical absolute temperature (in kelvins) at which a network (and all its
sources, if a multiport) would have to be maintained if it (and its sources) were passive
in ofder to make available (or deliver) the same random noise power bandidth
(speftral density) at a given frequency as is actually available (or ronI:v the
network. '

Note| — In this context, the passive network is understood to be a network gene

5.4.2 Reference-noise temperature (T,, T,,)

isg/temperatyre at
and for

Al specified absolute temperature (in kelvins) to
the [input ports of a network when calculati
normalizing purposes.

Note] — It has not been possible to achie rature,

543 Avq
Ratio of:
1) the total outpuf noi ~ ithd noise

temperature of a ht all

fi equ-encie@
2) that part :

sjgnal-input fre

n the

544 Sp
R

1) the utput

fr thé noise temperature of all input terminations is at the refgrence

T,, at all frequencies that contribute to the output noise, to

2) that part of Item 1) caused by the noise of the signal-input termination at the
signal-input frequency.
5.4.5 L/f noise (pink noise)

Noise, the power per unit bandwidth (spectral ‘density) of which is inversely
proportional to frequency, thereby resulting in constant power per octave or decade (etc.)
of frequency. <

5.4.6 Overall average noise figure (of a mixer diode and an LF. amplifier) (F,)

The average noise figure of the cascaded combination of a mixer and an LF. amplifier.
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5.4.7 Facteur. de bruit total moyen normal (d'un mélangeur et d’'un amplificateur F.I) (Fs)

Facteur de bruit total moyen lorsque le facteur de bruit moyen de Pamplificateur F.L
a une valeur normale spécifiée (en général 1,5 dB) et que la bande passante de
I'amplificateur F.I est plus étroite que celle du mélangeur, de telle sorte que la perte de
conversion du mélangeur et la température de bruit en sortie soient pratiquement
constantes dans la bande passante F.I

5.4.8 Rapport de température de bruit (N.)

Rapport de la température de bruit en sortie a la température de référence T, lorsque
la température de bruit de tous les éléments 4 'entrée est 4 la température de bruit de
référence T, pour toutes les fréquences qui contribuent au bruit en sortie.

5.49 |Tension de bruit équivalente d’entrée (d'un dipdle) (V,)

he nulle)
pngendré
dans le dispositif, qui peut &tre correctement représentée | % msion.

Tension délivrée par un générateur idéal de tension (ayant upe\}i

pour avoir
ktérieur est

Note. — Dans cette définition, on néglige le courant de bruit équivz
une représentation compléte et précise du bruit du dispositi
nulle, la tension de bruit représente le bruit total.

5.4.10 | Courant de bruit équivalent d’entrée (d’un dipole)\(1})

Courant délivié par un génpfateur g 7 interne
infinie) en paralléle avec les bo ntré i if | €t qui représente la partie du
ruit, engendré dans le dispositif, par un

générateur de courant.
lige\la ten de brui pour avoir
ise du it du Mdispositif. Si I'impédance du générateur es{ infinie, le

5.5
5.5.1 d'une diode mélangeuse ou dun générateur
entrée disponible 4 une seule fréquence du sigpal, a la
onible & une seule fréquence du signal, ne comprenait pas le
¢eur ni la puissance convertie provenant d’ailleurs qye de la
552 de conversion (d’un mélangeur, d’une diode mélangeuse ou d’un générateur

d’Hgrmoniques)

Rapport de la puissance d’entrée disponible a une seule fréquence du signal, a la
puissance de sortie délivrée a la seule fréquence du signal, ne comprenant pas le bruit
propre du mélangeur ni la puissance de conversion provenant d’ailleurs que de la
fréquence du signal d’entrée.

5.5.3 Fréquence de coupure (f;)

Fréquence a laquelle le module d’un paramétre mesuré a diminué jusqu'a 1/ |2 fois sa
valeur en basse fréquence.
Note. — Pour un transistor, la fréquence de coupure s’applique habituellement au rapport de transfert direct du

courant, sortie en court-circuit, pour de petits signaux, pour un montage base commune ou eémetteur
commun.
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5.47 Standard overall average noise figure (of a mixer diode and an LF. amplifier) (F,s)

The overall average noise figure when the average noise figure of the LF. amplifier is
a specified standard value (usually 1.5 dB), and the passband of the LF. amplifier is
sufficiently narrower than that of the mixer, so that the mixer conversion loss and output
noise temperature are essentially constant over the LF. passband.

5.4.8 Output noise ratio (N.)

The ratio of the noise temperature of an output port to the reference noise
temperature 7T,, when the noise temperature of all input terminations is at the reference
noise temperature T, at all frequencies that contribute to the output noise.

5.4.9 Egquivalent input noise voltage (of a two-port) (V)

TH b) in
seriep with the input terminals of the device that represents the, pa the “lnterpally
gene -

Note. |— recise
pltage
5.4.10 Eg
nity)
in the
inte
Note. e and
ite, the
5.5 Varigus terms
5.5.1 Copversion loss e or harmonic generator)

Th power at a single-signal frequency to the ava lable
sing t power, not including intrinsic mixer noise or power
conyg e signal-input frequency.

552 Cohversion insertion loss (of a mixer, mixer diode or harmonic generator)

The ratio of available input power at a single-signal frequency to the delivered
single-signal frequency output power, not including intrinsic mixer noise or power
converted from other than the signal-input frequency.

5.5.3 Cut-off frequency (f.)

The frequency at which the modulus of a measured parameter has decreased to 1/]/5
of its low-frequency value.

Note. — For a transistor, the cut-off frequency usually applies to the short-circuit small-signal forward current
transfer ratio for either the common-base or common-emitter configuration.
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CHAPITRE V: SYMBOLES LITTERAUX, GENERALITES

1. Introduction

2. Symboles littéraux pour les courants, les tensions et les pui

2.1 Lettres fondamentales
2.1.1 | Liste des lettres fondamentales recommandées
Les lettres fondamentales & utiliser sont
Li = pour le couran
U u la tensi
= r ension
V. vy pour la o
Pp
Note. — La Public de les)lettres ¥V et v seulement en tant que symbole
¢ des dispositifs & semiconducteurs, elles sont
& mises sur le méme plan que U et w
2.1.2

Les normes générales de la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux a utiliser en
électrotechnique, sont applicables, 4 moins que le présent chapitre ne donne des normes

différentes, anquel cas ces derniéres devraient étre suivies.

Quelques symboles littéraux et régles pour la composition de symboles plus complexes

ont été spécifiquement approuvés aux fins des Publications 747 et 748.

efinitions pou
de la présente publication ou dans les chapitres II des Publicatio

¢) deswaleurs, coittinues;

djdes’ valeurs” efficaces.

de réserve
i largement

2.1.3  Utilisation des lettres minuscules

22

221

Les lettres minuscules fondamentales seront utilisées pour la représentation des valeurs

instantanées qui varient avec le temps.

Indices

Liste des indices généraux recommandés
AV, av = moyen

F, f

direct
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CHAPTER V: LETTER SYMBOLS, GENERAL

1. Introduction

The general standards given in IEC Publication 27: Letter Symbols to be Used in
Electrical Technology, are applicable, except where this chapter gives different standards,
in which case the latter should be followed.

Some letter symbols or rules for composing complex letter symbols have been specifically
approved for the purpose of Publications 747 and 748.

Deffinitions for the terms use i the
presept publication or in Chapters II of Publications 747-2, 747-3, etc,

2. Letter symbols for currents, voltages and powers
2.1 Basic|letters

2.1.1 List| of recommended basic letters

Thie basic letters to be used are:

I i = for current

for voltage

&
< R
N
Il

fer, in
n the

Note.

2.1.2 Usq
8]

a) n

b) aye

¢) continupus—{d.cy, values;

d) rTot-mean-squ e values.

2.1.3  Use of lower-case letters

Lower-case basic letters shall be used for the representation of instantaneous values
which vary with time. '

2.2 Subscripts

2.2.1 List of recommended general subscripts
AV, av = average

F, f forward
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M, m = valeur maximale

MIN, min = valeur minimale

O, o = circuit ouvert

R, r = inverse ou, en second indice, répétitif

S, s = court-circuit ou, en second indice, surcharge accidentelle
(BR) = claquage

(OV) = surcharge prévisible

tot = total

Note. — Pour les autres indices recommandés, voir les chapitres I1I dans les Publications coxespondd
747-3, etc. |

Choix entre les indices majuscules et les indices minuscule

minuscules.

exemple: Igy

os indices minuscules

ntes 747-2,

et @ne lettre

bs 2.2.2.1
les deux
tous en

I'és indices minuscules seront utilisés pour Pindication des valeurs relati

es a la

composante variable seule, a savoir:

a) les valeurs instantanées
exemple: @,

b) les valeurs efficaces
exemple: I,

¢) les valeurs maximales
exemple: Ly,

d) les valeurs moyennes
exemple: Iy
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M, m = maximum (peak) value
MIN, min = minimum value
0, o = open circuit
R, r — reverse or, as a second subscript, repetitive
S, s = short circuit or, as a second subscript, surge
(BR) = breakdown
(OV) = overload
tot = total
Note. |— For other recommended subscripts, see Chapter II in the relevant Publications 747

2.2.2  Chdice between upper-case and lower-case subscripts

Where Sub-clause 2.2.1 lists both upper-case and lower; ween
thes¢ two styles shall be made according to Sub-clause If more [than
one [subscript is used, subscripts for which both sty i Neither~bhg” all upperrcase
or a]l lower-case.

2.2.2.1 Use of upper-case subscripts

example: Iy

2222 ¢ subscripts

Lbwéricase subscripts shall be used for the indication of values applying to the vqrying
component alone, i.e.:

a) instantaneous values
e example: &

b) root-mean-square values
example: I

¢) maximum (peak) values
example: Ly,

d) average values
example: L,y
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2.2.3 Régles additionnelles pour les indices

2.2.3.1 Indices pour les courants

Si la borne d’arrivée ou de sortie du courant doit étre indiquée, cela sera fait par le
premier indice

exemples: Iy, iy, &, I

2.2.3.2 Indices pour les tensions

Si les points entre lesquels une tension est mesurée doivent &tre indiqués, cela sera fait
far les deux premiers indices. Le premier indice indiquera une des/bormes du dispositif,
t le second, la borne de référence ou le neeud de circuit. S’il as \de -donfusion
fossible, le second indice pourra étre omis

O

exemples: Upp, Ugp, Upe, Ube
VBE: VBE> Vhes Vbe

2.2.3.3| Indices pour les tensions ou les courants d’alime.

Les tensions d’alimentation ou.les co G s \d"alf i répétant
Findice de borne approprié

exemples: Ugc ou Vee, I

1

2.2.3.4 Indices

Si un di : la lettre
gppropriée Ae¢ ¢ Swivi arMin nombre; dans le cas d’indices multiples des tirets

9q
b

eront nécs

courant continu d’arrivée ou de sortie de la seconde borne
de base

tension continue entre la seconde borne de base et|la borne
d’émetteur

2.2.3.5 Indices pour dispositifs multiples

Pour les dispositifs & multiples sections, les indices seront modifiés par un nombre
précédant la lettre d’indice; dans le cas d’indices multiples, des tirets seront nécessaires

pour éviter des confusions

exemples: I = courant continu de sortie de la borne collecteur de la
seconde section

U } tension continue entre les bornes des collecteurs de la

Vicac§ ~ premiére et de la seconde section
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2.2.3 Additional rules for subscripts

2.2.3.1 Subscripts for currents

If it is necessary to indicate the terminal carrying the current, this should be done by
the first subscript '

examples: I, iy, &, L

2.2.3.2 Subscripts for voltages

If it is necessary to indicate the points between which a' voltage is measured, this
should be done by the first two subscripts. The first subscript indicafes ORg fermiinal
point | of the device and the second, the reference terminal or the g¢ifspit _nodeQ-Where
there |is no possibility of confusion, the second subscript may be omitf d

examples: Ugg, Upg, UYbe, Ube
VBE, VBE7 Vbe, V;:)e

2.23.3  Supscripts for supply voltages or supply currents
Su;j;ply voltages or supply currents fate
termipal subscript

examples: Usc or Vee, Igp

Note. -
2234 Su
If al of the same kind, the subscript is formed by
the 3 41 followed by a number; in the case of mulfiple
subsdri to avoid misunderstandings

ontinuous (d.c.) current flowing into the second pase
terminal

continuous (d.c.) voltage between the second base and| the
= emitter terminals

2.2.3.5 Subscripts for multiple devices
For multiple unit devices, the subscripts are modified by a number preceding the letter
subscript; in the case of multiple subscripts, hyphens may be necessary to avoid
misunderstandings

examples:  Ic = continuous (d.c.) current flowing into the collector terminal
of the second unit

ch_zc} continuous (d.c.) voltage between the collector terminals of

Vicac the first and the second unit
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2.3 Tableau fondamental des symboles

Le tableau suivant illustre I’application des régles données aux paragraphes 2.1 et 2.2.

Tableau fondamental

Lettres fondamentales
Minuscules ) Majuscules
Valeur instantanée de la composante variable | Sans signe spécial gu indi
= Valeur efficace a composante variable
5
3
3 yariable
g
= bariable
z
Q
2
S . . AN
£ Valeur totale instantanée sz
* continue\san3 $ignal
e
2
3 écigh ou indice
1723 .
3 tale maximale
‘z
= <\ rytotdle moyenne
24
La figur e par un
courant
5
2
§ Valeur efficace de la composante variable
o
< o
o
3 Val le de i
___________________ 1 aleur maximale de |[la
© ks I composante variablg
Valeur moyenne de la -—— -—— b - i T
composante variable ””I Teay _T Valowinstantandedet s

\h_//_—T _L £ iable

Valeur totale

Teav

Valeur en courant __| ! I moyenne 'iC Valeur totale instantanée
continu sans signal c l Tem
| l Valeur total
l | maximale
;
Absence de\L Avec signal Temps
signal

Fic. 1. — Exemple d’application des régles.
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2.3 Basic symbol chart
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The following chart illustrates the application of the rules given under Sub-clauses 2.1

and 2.2.
Basic symbol chart
Basic letter
Lower-case Upper-case
Instantaneous value of the varying com- Without special sign or sybscrip
ponent R.M.S. value of the vaxying compenent

g

s

b

3

ES

)

-
z
R
L
=
5 -
S Instantaneous total value ign\orsubscript
17} d.c)\valhe without signal

Th
(d.c.

nt

llectgr cu

RMS varying component value

T

I Maximum varying

A A I component value
Average varying —
| vdiuy ] ,‘ g P t yualug
i Icay Average ic Instantansous total value
total value
D.C. value —}—— ¢ I
no signal I caaximum
! total value
!
No signal | With signal Time
T

FiG. 1. — Example of the application of the rules.
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3. Symboles littéraux pour les paramétres électriques

3.1 Définition

Pour les besoins de cette publication, le terme «paramétre électrique» s’applique aux
paramétres matriciels des quadripdles, aux éléments des circuits électriques équivalents,
impédances et admittances, inductances et capacités.

3.2 Lettres fondamentales

3.2.1 Liste des lettres fondamentales recommandées

Ce qui suit constitue une liste des plus importantes lettres fondamentales utilisées pour

mittance
(») d’'un quadripole
C = capacité

G, g = conductance; partie réelle d’'un paramg itfance ()

d'un quadripéle

H h =
L = inductance
R, r = résistance; partie (z) d’un
quadripdle
X x = \ aramétre d’une matrice d’impédlance (2)
Yy = Ole
Z z =i hle
322 Un‘lisati@s
quels le
323
Les lettres “minuscules seront utilisées pour la représentation des paramétres électriques
nhérents—au—dispositif(+Pexeeption—des—inductances—et—capacités;—voirparagraphe 3.2.2,
alinéa b)).
3.3 Indices

3.3.1 Liste des indices généraux recommandés

Ce qui suit constitue une liste des plus importants indices généraux utilisés pour les
paramétres électriques des dispositifs & semiconducteurs:

F, f = direct; transfert direct

I,i = entrée
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3. Letter symbols for electrical parameters

3.1 Definition

For the purpose of this publication, the term “electrical parameter” applies to
four-pole matrix parameters, elements of electrical equivalent circuits, electrical
impedances and admittances, inductances and capacitances.

3.2 Basic letters

3.2.1 List of recommended basic letters

The following is a list of the most important basic letters used for electrical parameters
of senficonductor devices.

B, b = susceptance; imaginary part of an admittance ()
parameter

¢ = capacitance

¢, g = conductance; real part of an admittance ()

H, h = hybrid (h) four-pole matrix parameter,
L = inductance

R r = resistance; real part of an

Y,y =

AV

wd

3.2.2 Use
Upy

a) ele
apg
b) all

nly

3.2.3 Use pf lower-ease lesters

Lower<ase letters shall be used for the representation of electrical parameters inhegent
in the device (with the exception ol induUctances and Capacitances, See sub-tlause 32.2,
paragraph b)).

3.3 Subscripts

3.3.1 List of recommended general subscripts

The following is a list of the most important general subscripts used for electrical
parameters of semiconductor devices:

F, f = forward; forward transfer

I,i = input


https://iecnorm.com/api/?name=990ddf02906fe9059a417904e4367c2d

— 52 — 747-1 © CEI 1983

-0, o = sortie
R, r = inverse; transfert inverse
T = diélectrique, déplétion
11 = entrée
22 = sortie applicable seulement aux paramétres matriciels
12 — transfert inverse | des quadripdles, voir paragraphe 3.3.3
21 = transfert direct
1 = entrée 1 applicable a tous les paramétres électriques a I'exclusion
2 — sortie J des paramétres matriciels des quadripéles
Note. — Pour les autres indices recommandés, voir les chapitres II dans les PublicAtions vqrresponflantes 747-2,
p
747-3, etc.

3.3.2| Choix entre les indices majuscules et les indices minuscules

Lorsque la liste du paragraphe 3.3.1 indique a la foi une lettre
minuscule, le choix entre les deux représentations s¢ nes 3.3.2.1
et 3.3.22 ci-aprés. Si plus d’un indice est utilis€ lesquels| les deux
représentations existent devront étre représentés”tous en maj tous en minuscules

3.3.2|1 Utilisation des indices majuscules

La représentation majuscule deé I'indick a_utilisée pour la désignation des valeurs

statiques (continues)

Pur

3.3.2

es valeurs

valeur du rapport de transfert direct du coufant, sortie
en court-circuit, pour de petits signaux, em montage
émetteur commun
valeur de limpédance externe pour de petits signaux

3.3.1 {Undices poir les paramétres matriciels des quadripdles

Chaque élément de la matrice d’un quadripdle est identifie selon les regles suivantes.

3.3.3.1 Premier indice

La premiére lettre d’indice ou les deux premiers chiffres d’indice choisis dans la liste
des indices donnée au paragraphe 3.3.1 indiquent I’entrée, la sortie, le transfert direct ou
inverse

exemples: h,, ou K
h,, ou h,
h,, ou h¢
h, ou h
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O, o = output
R, r = reverse; reverse transfer
T = depletion layer
11 = input
22 = output applicable to four-pole matrix parameters only, see
12 = reverse transfer Sub-clause 3.3.3°
21 = forward transfer
1 = input applicable to all electrical parameters except four-pole
2 = output ] matrix parameters

Note. -

33.2 Cho

Wh
these
more

uppel

33.2.1

Th
valuep

b
]

Use of upper-case subscripts

> upper-case variant of a subscrip

D

examples: hyz or

e of low@e

| For other recommended subscripts, see Chapter II in the relevant Publications 747-

ce between upper-case and lower-case subscripts

two styles shall be made according to Sub-clauses 3
than one subscript is used, subscripts for which
-case or ail lower-case

examples: hApg, Vre, Pre, DUt Cp, (T has no

e designation of static

orward current transfer

R

lower-casg

small-signal value of the short-circuit forward cu
transfer ratio in common-emitter configuration

small-signal value of the external impedance

3.33 Sublscripts for four-pole matrix parameters

ratio|

yeen
r. If
e all

in

gnal

frent

Each element of the four-pole matrix is identified according to the following rules.

33.3.1

First subscript

The first letter subscript or double numeric subscript indicates input, output, forward

Oor rev

examples: hy,

erse transfer, chosen from the list of subscripts given in Sub-clause 3.3.1

or h
or h,
or hf

or h,

h22

hay
hi
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3.3.3.2 Second indice

Un indice supplémentaire est utilisé pour [lidentification du montage de circuit.
Lorsque aucune confusion n’est possible, cet indice supplémentaire peut &tre omis

exemples: My, ou Ar, My OU Agg

Si seul A est écrit, le montage de circuit doit étre sous-entendu. Si seul h,, est écrit, le
montage de circuit ainsi que le type de paramétre (valeur statique ou pour de petits
signaux) doivent étre sous-entendus.

3.4 Distinction entre les parties réelle et imaginaire

S’il est nécessaire de faire une distinction entre les parties réelle et imaginaire des
baramétres électriques, aucun indice supplémentaire ne devra étre upilise.~Si des symboles
fondamentaux pour les parties réelle et imaginaire existent, ils pe ilis¢s

exemples: Z, = R, + jX.
Yfe = Gfe +jBfe

Si de tels symboles n’existent pas ou s’ils ne notations

suivantes seront utilisées:

Re (hyp) etc. pour la partie réelle
Im (h;;,) etc. pour la partie imaginaire

4, Sy

4.1 (@énéralités

symbole
ittéral, ront étre
Buivies. propriées

de I'ISO

4.2

43

4.3.1 | Symbole hivéral fondamental

e symbote tittératfomdamental—est—+—Forsqutt—y—aura—ume—posstbitite de—confusion
avec t représentant le temps, par exemple sur les feuilles de caractéristiques, la lettre
théta (9 ou ) devra étre utilisée a la place de . Si cela n’est pas possible, et s’il 'y a
pas risque de confusion, la lettre 7 (qui indique habituellement la température Kelvin)
pourra &tre utilisée

exemple: fimp; Jambs Tamp = 25 °C

432 Liste d’indices généraux recommandés
amb = ambiante, ambiance

case = Dboitier
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3.3.3.2 Second subscript

A further subscript is used for the identification of the circuit configuration. When no
confusion is possible, this further subscript may be omitted

examples: My O hge, By OF hpg

If only h is written, the circuit configuration must be understood. If only A, is
written, the circuit configuration must be understood as well as the kind of parameter
(small-signal or static value).

3.4 Distinction between real and imaginary parts

If it is necessary to distinguish between real and imaginary parts of electrical
para1|neters, no additional subscripts should be used. If basic symbols for the real and
imagfnary parts exist, these may be used

examples: Z, = R+ jX.
Yfe = Gfe +jBfe

If |[such symbols do not exist or if they are not suitable chall

be uped:

Re (k) etc. for the real part
Im (hy,) etc. for the imaginary part

4. Letter| symbols for other quantities

4.1 Gengral
Where the following \sub-sl ommendations for a letter symbo}, the
gengral recommendati Publication hould be followed. If there are no[IEC
recamm_endatins, th
4.2 Times, duration

ic/ letter symibol

d

he basic Tetter symbol 15 7 Whemrtherc—is—a—possibility of—eenfusion—withl 1 to
represent “time”, e.g. on data sheets, the letter theta (9 or ) should be used instead. If
this is not suitable and if there is no risk of confusion, the letter T (usually indicating
Kelvin temperature) may be used instead

example: famb> Famb> Tiov = 25°C

43.2 List of recommended general subscripts
amb = ambient

case = casec
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1,3 jonction

stg stockage

4.4 Fréquences
Le symbole littéral fondamental est f

exemple: fréquence d’oscillation maximale = fqax

4.5 Grandeurs diverses

Les grandeurs suivantes et leurs symboles littéraux sont recommandés:

bgistance thprmir}n? = R, (note)

acteur de réduction avec la température = K

empérature virtuelle }
empérature interne équivalente

pédance thermique transitoire
pédance thermique dans des conditions d’impulsion
acteur de bruit moyen
acteur de bruit «unité»

apport de température de brui

I'indice de
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J, j = junction

stg

storage

4.4 Frequencies
The basic letter symbol is f

example: maximum frequency of oscillation = Jrnax

4.5 Sundry quantities

The following quantities and their letter symbols are recommended:

thermral—reststanee = Rt‘ﬁ (note)
the:Ial derating factor = K
virtupl temperature } — T
interpal equivalent temperature N

trangient thermal impedance =
therthal impedance under pulse conditions
average noise figure, average noise factor
spot|noise figure, spot noise factor
output noise ratio
equi Valent input noise voltage (of a

equiyalent input noise current (of a two
nois¢ temperature

refegence noise tem

Note | — When ¢ ibily
subscript\g

T,/ Tho

o

he subsCript. §y d _beenclosed in brackets, as Ry,

because of combination of other letter symbols w

th the
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2. Fquille cadre pour la présentation des données publiées

2.1

2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
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CHAPITRE VI: VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES,

GENERALITES

Introduction

q

(

Renseignements sur les encombré

Les normes publiées dans les Publications 747 constituent généralement le minimum de
données a publier par un fabricant lorsqu’il décrit son produit dans un but commercial.
Il y a cependant des produits qui fonctionnent bien dans des circuits spéciaux sans avoir
été spécifiés suivant toutes les caractéristiques mentionnées dans ces normes. De ce fait,
ces produits peuvent étre exclus de ces normes.

Dans le cas ou il est nécessaire de faire état de valeurs typiques dans ces normes, il
est bien entendu qu’elles sont destinées & guider l'ingénieur, mais ne doivent pas étre

considérées comme des valeurs garanties.

Numéro de type.

Catégorie du dispositif suivantla Pub
matériau semiconducteur (exentple:\sili
bu NPN) devront étre indiqués.

e matériau du boitig

Note. — On devra indique i te connexiohvexistant entre le boitier et chacune des sort

iques, et renseignements qui s’y rapportent, §
, 147-3, etc. . :

Caractéristigug

[ourbes, par exemple représentation graphique des caractéristiques.

ste.

etc. Le
ple: PNP

b sorties.

CS.

faleurs limites ((éle€trigue miquds et mécaniques), suivant la Publicatiop corres-
aondant ete.

uivant la

2, 747-3,

3. Definitions fondamentales pour les valeurs limites

3.1

Les définitions ci-aprés sont applicables pour la présente norme:

Valeur assignée

Valeur d’une grandeur électrique, thermique ou d’environnement assignée

afin de

définir les conditions de fonctionnement d’un composant d’une machine, d’un instrument,
d’un dispositif électronique, etc., pour laquelle on peut attendre un service satisfaisant.
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CHAPTER VI: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS, GENERAL

1. Introduction

The standards given in Publications 747 generally constitute the minimum data to be
quoted by a manufacturer when describing his product for general sale. There are,
however, products that perform well in special circuits without being specified for all the
characteristics mentioned in these standards. Therefore, such products may be excluded
from these standards.

When typical values are required in these standards, it should be understood that they
are intended for engineering guidance and not guaranteed values.

2. Standard format for the presentation of published data

_ The published data should be presented in accordance wit

It [is not compulsory to indicate data for all of the ites

2.1 Type|number.

2.2 Categ The
semi P or
NPN) should be stated.

2.3 Infor] ferial
(glasp, ceramic, metal, ple
Note. | — Details of any connection be

2.4 Ratinlgs (electrigal, t4 47-2,
747-3, etc. @

2.5 Elect evant

Publ
2.6 Mech e relevant Publication 747-2, 747-3, etc.

2.7 Envil
reliapili

sording to the relevant Publication 747-2, 747-3, etc. and/or

2.8 Curvesi.g. graphical representation of characteristics.

3. Basic “rating” definitions

For the purpose of this standard, the following definitions apply:

3.1 Rating

The value of any electrical, thermal, mechanical or environmental quantity assigned to
define the operating conditions under which a component, machine, apparatus, electronic
device, etc., is expected to give satisfactory service.

Note. — “Rating” is a generic term, but see also rating (limiting value).
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3.2 Valeur limite
Valeur assignée qui établit soit une possibilité limite, soit une condition limite au-dela
de laquelle le dispositif peut étre endommage.

Note. — Les conditions limites peuvent étre soit maximales soit minimales, et elles sont connues sous le nom de
«valeurs limites maximales» et «valeurs limites minimales» respectivement.

3.3 Définitions pour les systémes de valeurs limites

La Publication 134 de la CEI: Systémes de valeurs limites pour les tubes électroniques
et les dispositifs 4 semiconducteurs analogues, explique les systémes de valeurs limites
généralement employés, et en particulier ce qui concerne le partage des responsabilités

\

ntre le fabricant de dispositifs 4 semiconducteurs et les utilisateurs.

Actuellement, toutes les valeurs limites des dispositifs a semigogducteutsgsoijt basées
dur le systéme des limites absolues.

4. Définitions des conditions de refroidissement

Les dispositifs a semiconducteurs doivent &tre : . SOit psitifs  a

y ' kpécifiée,
doit & la fois comme dispositifs a température /a y é e boitier
gpécifiées. :
4 température pmbiante
t par air libre (air ¢lans des

Lorsque les dispositifs s
4pécifiée, cela implique des conditi
¢onditions de convection naturelle

Q

sont indiquées en fonction des cpnditions

pour lesquels les valeurs limites sont indiquées en

hcuée du
htage du
certaines
FLLIDE MONTAGE
Type. Orientation et mode de fixation du dispositif par

i X o, . . rapport a4 une enceinte quelconque.
Température en un point spécifié avant le disposi-

tif dans le cours de P’écoulement. Température des fils de connexion de sortie.

Ecoulement (convection libre & une pression don- Longueur et épaisseur des fils de connexion.
née, ou refroidissement forcé en termes de vitesse
et de pression a 1’admission).

Température et état de surface du milien environnant.
Pour des raisons de normalisation, la définition suivante a été adoptée pour les
dispositifs pour lesquels la température ambiante est imposée par les conditions de
refroidissement a I’air libre.
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3.2 Rating (limiting value)

A rating which establishes either a limiting capability or a limiting condition beyond
which damage to the device may occur.

Note. — Limiting conditions may be either maxima or minima, known as maximum ratings and minimum ratings
respectively.

3.3 Definitions for rating systems

IEC Publication 134: Rating Systems for Electronic Tubes and Valves and Analogous
Semiconductor Devices, explains the rating systems in general use and particularly the
division of responsibility between the manufacturer of semiconductor devices and circuit
designers.

Fok the present time, all ratings for semiconductor devices are basgd on the dbsolute
maximum rating system.

4. Definifions of cooling conditions

Sefniconductor devices should be specified either as ambien bient

and fase-rated devices.

W] hling

Fqr the purposes of rati

— Ambient rating methon
A |method in whigh i z i ns.

— Ambient-rat
Semiconductor
copditions.

bling

— Ar
Th iti Q 6undings determining the manner in which heat is remjoved
fr [ the
devi

FLuID MOUNTING

Type. Device orientation and support relative to any en-
i . closure.

Temperature at a specified point ahead of the de-

vice in the line of flow. Temperature of the terminal connections.

Flow (natural convection at a given pressure, Or Length and thickness of connecting leads.

forced cooling in terms of velocity and inlet pres- . .

sure). Surrounding surface condition and temperature.

For the purpose of standardization, the following definition has been adopted for
devices where the ambient temperature is called for under conditions of natural air
cooling.
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— Température ambiante dans des conditions de refroidissement par air libre
Température mesurée au-dessous d’un dispositif a semiconducteurs lorsquiil est
maintenu par ses fils de sortie dans une enceinte de température sensiblement uniforme
ayant des surfaces mates. Les points de fixation du dispositif ne devront pas étre a
une distance inférieure a2 10 mm (3% in) du corps du dispositif, exception faite du cas
des dispositifs a fils de sortie trés courts, pour lequel I’emplacement des points de
fixation devra étre spécifié. Les supports devront étre a4 une température qui ne soit
pas inférieure a celle de la température ambiante. L’enceinte sera construite de telle
sorte que la convection de lair libre ne soit pas sensiblement perturbée.

— Température du point de référence
Température mesurée par une méthode spécifiée en un point du dispositif spécifié par
le fabricant de celui-ci.

1+ Méthode a température de boitier spécifiée
Méthode dans laquelle les valeurs limites sont indiquees pa
d’un point de référence sur le dispositif.

la)température

1 Dispositifs a température de boitier spécifiée

Dispositifs a semiconducteurs pour lesquels les indiq@ées par

5. Liste des températures recommandées

Les températures spécifiées surs limites et caractfristiques

bssentielles doivent étre choisies

—65°C +175°C
-55°C +85°C +200°¢
-25°C +100°C +250 °¢

+125°C +300°C

+

—10°C N

11 est recgs@)n

C
a

o
lindiquex_la plypart Murs limites et caractéristiques essentielles a 25 °C.

6. Liste des te ants recommandeés

caractéristiques électriques sont exigées a des tensions de [référence

nféfienres 200 V, on utilisera la série R10.

h g walanre da 1
CS—varcutrs—at—r

1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0

rises—dans-la-Norme ISO 3, —sont:

Ces nombres peuvent étre multipliés par 107 ot n est un nombre entier qui peut étre
positif ou négatif.

Si une préférence est donnée, ce doit étre pour les valeurs dans I’échelle 1, 2, 5.

6.1.2 Lorsque les caractéristiques électriques sont exigées a des tensions de référence égales
ou supérieures a 200 V, on utilisera la série R10 dont certaines valeurs seront arrondies:

200; 250; 300 (315); 400; 500; 600 (630); 800; 1000
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— Ambient temperature under conditions of natural air cooling

The temperature measured below a semiconductor device when it is supported by its
leads in an enclosure of a substantially uniform air temperature having low reflectance
surfaces. The support points for the device should not be less than 10 mm (% in) from
the body of the device, except for devices having very short leads, in which case the
location of the support points must be specified. The supports shall be at a
temperature no less than that of the ambient temperature. The enclosure should be
constructed so that natural air convection is not materially affected.

— Reference-point temperature
The temperature measured by a specified method at a point on the device specified by

the device manufacturer

— Case rating method
A rthethod in which the ratings are quoted in terms of the tempg
poilt on the device.

nce

— Cade-rated devices

Semiconductor devices for which the ratings are quoted ji of
a r¢ference point on the device.

5. List of| recommended temperatures
Temperatures stated when quoting essential\ratings ‘and acteristics should be chpsen

from |the following list:

—65°C 5 \4)"0 +175°C
—55°C +85°C +200 °C
-25°C +100°C +250°C
—10°C +125°C +300°C
+150°C
y of the ra%n,gs>a h tic&@xmerxded to be stated at 25 °C.

currents

are required at reference voltages below 200 V, the [R10

1 £ 41 nin M +al hd
The—values—ofthe—R10—seriestakenfrom IS0 Standard 3 are

1.0: 1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.2; 4.0; 5.0; 6.3; 8.0; 10.0

These figures can be multiplied by 107 where n can be a positive or a negative
integer.

When a preference is given, this should be for the I, 2, 5 scale.

6.12 When electrical characteristics are required at reference voltages equal to or higher than
200 V, the R10 series is to be used, some values of this series being rounded off:

200; 250; 300 (315); 400; 500; 600 (630); 800; 1000
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Pour des tensions supérieures a 1000 V, il est préférable d’utiliser également la série
R10 avec la possibilité d’utiliser des valeurs additionnelles prises dans la série R20.

6.2 Courants recommandés

6.2.1 Dispositifs de faible puissance

Lorsque les caractéristiques électriques sont exigées a des courants de référence,
Péchelle 1, 2, 5 sera utilisée.

6.2.2 Dispositifs de puissance

Lorsque—les—ecaractéristiqhes—électrigues—sont exigées 3 des courants de référence, on

ZOTSqOC—ICo

utilisera la série RS.

Les valeurs de la série RS, prises dans la Norme ISO 3, sg

1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0

6.3 [Valeurs nominales préférentielles et limites des tensio Y pour les |diodes de

tension de référence

Les valeurs suivantes sont recommandées:

A\
Susion de raferkute™
Q X

7

Max.

29

32

3,5

3,8

4,1

4.6

5,0

5,4

6,0

6,6

7,2

7,9

8,7

8,5 9,1 9,6
9.4 10,0 10,6
10,4 11,0 11,6
114 12,0 12,7
12,4 13,0 14,1
13,8 15,0 15,6
15,3 16,0 17,1
16,8 18,0 19,1
18,8 20,0 21,2
20,8 22,0 23,3
22,8 24,0 25,6
25,1 27,0 28,9

Les valeurs nominales du tableau ci-dessus, multipliées par 10, seront les valeurs
nominales préférentielles dans la série E24 pour les tensions plus €levées.
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For voltages higher than 1000 V, the RI0 series should also be used, with - the

possibility of using additional values taken from the R20 series.

6.2 Recommended currents

6.2.1 Low-power devices

When electrical characteristics are required at reference currents, the 1, 2, 5 scale is to

be used.

6.2.2 Power devices

used

THe values of the R5 series taken from ISO Standard 3 are:

1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10.0

6.3 Prefetred nominal values and limits of voltages in the E24<erie

THe following values are recommended:

O

o\
Qlﬁfe\mé{ volt%e
" N e

hen electrical characteristics are required at reference currents, the RS series is to be

ipdes

M Max
2.5 N \) 2.9
3 32
3.1 . 3.5
3. 36 3.8
37 39 4.1
0 43 a6

4 47 5.0
5.1 5.4

5.6 6.0

6.2 6.6

6.4 6.8 7.2
7.0 7.5 7.9
77 8.2 8.7
8.5 9.1 9.6
9.4 10.0 10.6
10.4 11.0 116
11.4 12.0 127
124 13.0 14.1
13.8 15.0 15.6
153 16.0 17.1
16.8 18.0 19.1
18.8 20.0 212
208 220 233
228 24.0 25.6
25.1 27.0 28.9

The nominal values in the above table multiplied by 10 will be preferred nominal

values in the E24 series for higher voltages.
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6.4 Valeurs nominales préférentielles et limites des tensions dans la série E12 pour les diodes de
tension de référence

Les valeurs suivantes sont recommandées:

Tension de référence
Min. Nom. Max.
2,4 2,7 3,0
2,9 3,3 3,6
3,5 39 43
4,2 4,7 5,2
J,U BEAY \1,2
6,1 6,8 7,5 /(
73 8,2 9,1
9,0 10,0 11,0
10,5 12,0 13,5
13,0 15,0 5,
16,0 18,0 5 N
20,0 22,0 4,
24,0 27,0 30,

Les valeurs nominales du tableau ci-dgssus, iplié 5 valeurs

7. Vhleurs limites et caractéristiques

7.1 [Introduction

Les renseigne niques et
autres données aux dispositifs a semiconducteurs fle toutes
articles appropriés, & la construction mécanique

catégories,”Qn ¥ Aire, ré
du dispodo ‘agi exelple: dispositif terminé par des fils, dispositif monté

7.2

ci-dessous sur les valeurs limites mécaniques, la méthodg préférée
informations requises devra @&tre en accord avec 13 section

7.2.1 | Waleurs limites pour les sorties

a) Valeurs limites des efforts

On devra indiquer toutes les restrictions relatives aux efforts qui peuvent eétre
appliqués.

b) Valeurs limites de température

On devra indiquer la température maximale des sorties a une distance spécifiée du
corps pendant une durée spécifiée, ainsi que toute autre condition limite, et ceci
suivant la ou les méthodes prévues pour la connexion (par exemple: soudure, soudure
électrique, etc). '
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6.4 Preferred nominal values and limits of voltages in the EI2 series for voltage-reference diodes

7.1

7.2

7.2.1

The following values are recommended:

Reference voltage
Min. Nom. Max.
24 2.7 3.0
2.9 33 3.6
3.5 3.9 4.3
42 4.7 5.2
50 56 62
6.1 6.8 7.5
7.3 8.2 9.1
9.0 10.0 11.0
10.5 12.0 13.5
13.0 15.0 16.5
16.0 18.0 20¢
20.0 22.0 4.5
24.0 27.0 300 \
Th| 0 wil_be preferred nominal
valug

Introd

genel
appr

Mech

In
info
Publ

Rat

ppriate to the me
mounted devi \

ings’ for terminations

characteristics and other data applies

egories. The clauses should be invokefl as

in ‘accordance with the

relevant section of

stud

¢ on mechanical ratings, the preferred method of stating the

[EC

a) Stress ratings

A statement of any restrictions on the stresses which may be applied should be given.

b) Temperature ratings

The maximum temperature of the terminations at a specified distance from the body
for a specified time, together with any other limiting conditions, should be given as

appropriate to the intended method(s) of attachment (e.g. soldering, welding, etc.).
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Quand ces valeurs limites dépendent d’une manicre significative de la température
initiale du dispositif, on devra donner toute information nécessaire sur la réduction
des performances.

7.2.2 Conditions de montage

Sl y a lieu, on devra indiquer toutes les conditions importantes et/ou toutes les
restrictions, par exemple:

a) la position de montage, horizontale ou verticale;

b) la distance minimale du corps & laquelle un conducteur souple peut étre pli¢ a angle
droit;

P Hour 165 dispositifs 4 embout, e couple mraximat—et—s*t a—therr—te—cotple; minimal
P p P
qui peut étre appliqué dans des conditions Spéciﬁées.

7.2.3 | Valeurs limites supplémentaires

Sil y a lieuy, on pourra donner pour rmations
cupplémentaires, par exemple: des valeurs limites peur I’acceldrati Ls et les
vibrations, les conditions d’environnement, etc.

7.3 aractéristigues mécaniques

7.3.1 | Type de sortie

Le type de sortie (par exemple fil 8 devra étre indiqué.

7.3.2 | Dimensions
Soit:
référence a un de Koitier et d’embase, normalisés CEI, s’il y
a lieu (voir Pgb =2 ; Normalisation mécanique des dispositifs a
semicondugteurs <uxje sartic: Dimensions) et si on le désire, au dessin |d’encom-
brement' ¢

Ou:
trant les

7.3.3

7.4 Watres données

7.4.1 Méthode de connexion

On devra indiquer la ou les méthodes de connexion de la ou des sorties prévues par
le fabricant (par exemple soudure, soudure électrique, épissure) et fournir des indications
sur les conditions préférables a observer lors de la connexion.

7.4.2 Identification

a} Identification du type

On devra indiquer la méthode d’identification du type, par exemple: un code de
couleurs.
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~ When these ratings are significantly dependent on the initial temperature of the device,
any information on derating should be given.

7.2.2 Mounting conditions

Where appropriate, any significant conditions and/or any restrictions should be stated,
for example:

a) horizontal or vertical mounting position;

b) the minimum distance from the body at which a flexible lead may be bent at right
angles;

¢) fof stud-mounte EVICES, I n Hpum
torque which may be applied under specified conditions.
7.2.3 Additional ratings
Where appropriate, for certain applications, additional i be
giver], e.g. limiting values for acceleration, shock and vibration, itjons,
etc.
7.3 Mechanical characteristics
73.1 Type of termination
THe type of termination (e.g. wirese guld be indicated.
7.3.2 Dimensions
Either:
refeflence to a standard\ 1 ine and’base drawing where appropriate| (see
IE({ Publication 1 : mreal jzation of Semiconductor Devices, Phrt2:
Dimgnsions) and, if re orreSponding national standard outline drawing |(and
base| drawing ;
Or:
Ouﬂln where appropriate) showing dimensions |with
appio
7.3.3  Addit
Where ; »r certain applications, additional information may need tp be
give
7.4 Other-dara

7.4.1 Method of attachment

The manufacturer’s intended method(s) of attachment (e.g. soldering, welding, wrapping)
of the termination(s) should be indicated, together with guidance on the preferred

conditions during attachment.
7.4.2 Identification

a) Type identification

The method of type identification should be indicated, e.g. colour coding.
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b) Identification de la ou des bornes

L’identification de la ou des bornes devra étre indiquée. Toute connexion électrique
entre une électrode et le boitier devra étre aussi indiquée.

¢) Méthode pour indiquer la cathode d’une diode de redressement a sorties par fils

La cathode d’une diode de redressement a encapsulation plastique et a sorties par fils
peut étre indiquée par une modification de la forme de I'extrémité de la cathode dans
la limite des dimensions maximales du corps de la diode; par exemple: forme
conique, décrochement, ou toute autre forme jugée appropriée. '

d) Polarité des sorties

S’il y a lieu, la polarité des sorties devra étre indiquée.

Notes 1. — Pour les diodes de petites dimensions, on devra marquer la borpe

2. — Pour les diodes de redressement et les thyristors, les moyens{suiva
emploi courant:

i) Code de couleurs: rouge pour la borne de cathode, !

ii) Le symbole graphique des diodes de redressement dowt la poinl¢ iripé borne de

sont d’un

d’anode.

ifii) Quand il n’y a que peu de risques de confusion a arque empployée dans un autre

7.4.3 |Données supplémentaires

S’il y a lieu, toute autre donng

Putilisation\ de

I’oktention \dng-bon cbutact thermique.

A titre d’exemple:
q) donnée concerna

/

8. N e \pOS orties, sur les embases des dispositifs a semiconducteyrs

8.1 1 g : etteur et de collecteur des transistors bipolaires

es sont préférées pour les positions de sorties:

Numéro Borne

Type d’embase de la sortie d’électrode

Base
Emetteur

BI8 (TO-3)

N =

Emetteur
Base
3 Collecteur

—

B4A (TO-5)

[\

B21U/M (TO-36) 1 Base
2 Emetteur

La numérotation des sorties donnée ci-dessus est en accord avec celle des dessins
d’embase de la Publication 191-2 de la CEL

Cette norme ne s’applique qu’aux transistors a trois sorties, mais comprend les cas
dans lesquels la troisiéme sortie est connectée au boitier.
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b) Terminal identification
Terminal identification should be stated. Any electrical connection between an
electrode and the case should also be stated.

¢) Method of indicating the cathode of a wire-ended rectifier diode

The cathode of a plastic encapsulated wire-ended rectifier diode may be indicated by
a modification of contour within the maximum body dimensions at the cathode end,
i.e. conical, stepped or as otherwise considered to be appropriate.

d) Polarity of the terminals

Where appropriate, the polarity of the terminals should be indicated

N

on

use:
i)
i)

hinal.

i) Id be

7.4.3 Additional data
W

Two examples are:
a) dita concerning the

b) d

ita  concerning the

8.1 Positi

The foKowi
Terminal Electrode
> Type of base number terminal
B18 (TO-3) 1 Base
2 Emitter
B4A (TO-5) 1 Emitter
2 Base
3 Collector
B21U/M (TO-36) 1 Base
2 Emitter

The terminal numbering given above refers to that given on the base drawings as
shown in IEC Publication 191-2.

This standard is restricted to three-terminal transistors, but includes those instances
where the third terminal is connected to the case.
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8.2 Positions des sorties des transistors bipolaires haute fréquence d quatre sorties

La disposition indiquée dans la figure2 ci-dessous est recommandée pour les sorties

des transistors bipolaires a faible capacité de réaction.

Sorties n°® 1 — Base

2 — Emetteur
3 — Collecteur
4

— Boitier et/ou écran

005873

FiG.2. — Vue de de

, les /sorties de
es, deux sorties
adjacentes.

Dans la disposition des sorties recommandé
diamétralement opposées. Cela ayg

nt écran entre les fils de sorties

9. Cqde de couleurs p

athode peut étre identifiée par une bande de largeur double pour le prem

ollecteur et de Hase sont

par rppport a
La dikposition

I;commandée se préte ainsi a I'utili ans interney et de bandes de clinguant qui

ublication 191-2 de la CEI) et d’encombrements inffrieurs

sdiodes d’encombrement A20 et celles d’encombrement plus petit
noyen d’un code de couleurs, ces diodes doivent étre marquégs par la

ité coté
ier chil?fre.

S’il existe, pour les diodes en boitier plus petit que le AlB (Publication 191-2 de la

CEI), une possibilitt de confusion entre le marquage en couleur de Pext
cathode et le marquage du type, ce dernier sera alors omis.

9.1.2 Diodes d’encombrement supérieur @ I'encombrement A20

rémité du coté

Si les sorties des diodes d’encombrement supérieur a I’encombrement A20 sont

identifiées au moyen d’'un code de couleurs, le rouge sera alors utilis¢ p
et/ou le bleu ou le noir pour 'anode.

Note. — Voir également le paragraphe 7.4.2d).

our la cathode
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8.2 Position of the terminals of high frequency bipolar transistors with Jfour terminals

The terminal configuration shown in Figure 2 below is recommended for
capacitance feedback bipolar transistors.

Terminals Nos. | — Base
2 — Emitter
3 — Collector
4 — Case and/or shield

low

Ths
diago
termii

and

positilrns. The recommended configurat

0058|173

FIG. 2. — Bottom view.

hals as compared to the configuratic

oil shielding strip between the tg

coding of termi

fied’by the use of a double width band for the first digit.

i

two

by

y be

If there is a possibility of the colour code at the cathode end of diodes in envelopes
smaller than A1B (IEC Publication 191-2) being confused with a type marking, then the

9. Colour
9.1 Colou
9.1.1 Dio¢
coloy
Alf
ident
latter
9.1.2

should be omitted.

Diodes in outlines larger than A20

If the terminals of diodes in outlines larger than A20 are identified by colour coding,

then

red should be used for the cathode and/or blue or black for the anode.

Note. — See also Sub-clause 7.4.2d).
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9.2 Code de couleurs pour les sorties des thyristors
Quand les sorties d’un thyristor sont identifiées par un code de couleurs, tes couleurs
suivantes doivent étre utilisées:
Sortie(s) de cathode Rouge
et/ou
Sortie(s) d’anode Bleu ou noir
Sortie(s) de gachette Jaune ou bianc
Note. — Voir également le paragraphe 7.4.2d).
9.3 Code de couleurs pour les sorties des transistors
Lorsqu'un code de couleurs pour les sorties des transistors est ngcessal (veif notes 1
et 2), les méthodes suivantes peuvent étre utilisées:
1) si une seule sortie est codée, ce doit étre la sortie collectéyr ¢ utilisce doit
étre le rouge;
2) si les trois sorties doivent &tre codées, les couleur ipées:
- sortie collecteur: rouge;
— sortie émetteur: bleu;
— sortie base: jaune;
3) la quatriéme sortie, si elle exj
10. multiples ayant une encapsulation [commune
10.1
10.1.1 i shir’est d 2\a stappliquer aux dispositifs multiples ayant une encgpsulation
] doyitifs individuels peuvent étre mesurés et utilisés séparément.
10.1.2 duels devront é&tre identifiés, et toutes les bornes gommunes
10.2
a_jndiquer les valeurs limites électriques en se référant aux cpnnexions
disponibles extérieurement.

10.2.1 Les valeurs limites pour chaque dispositif individuel en accord avec les Publications

747-2, 747-3, etc.

1022 Tension maximale entre les bornes, y compris le substrat si ce dernier est reli€ a une

borne de connexion.

10.2.3 On devra indiquer la dissipation de puissance totale maximale pour chaque dispositif

individuel. De plus, la dissipation de puissance totale maximale du dispositif
dans les mémes conditions de température de boitier ou de température amb
pour chaque dispositif individuel.

multiple,
iante que
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9.2 Colour coding of thyristor terminals

When thyristor terminals are identified by colour coding, the following colours should

be used:

Cathode terminal(s) Red

and/or

Anode terminal(s) Blue or black
Gate terminal(s) Yellow or white

Note. — See also Sub-clause 7.4.2d).

9.3 Colour coding of transistor leads

1

If tolour coding of transistor leads is required (see Notes 1 and 2), the\following

methdds may be used:

1) if jonly one terminal is coded, it must be the collector termind st

be|red;

2) if pll three terminals are to be coded, the following colongs ¥
— ¢ollector terminal: red;
- ¢mitter terminal: blue;
— base terminal: yellow;

3) a

Notes
the body bdt are for the coding of termfinals

10. Gener: ics : i Wyifig a common encapsulation

10.1 Gene

10.1.1  Thg i ende multiple devices having a common encapsulation,
in wh Wi 3¢ be measured and may be used separately.

10.1.2 Th¢ indi 3 5 d be identified and any common terminal stated.

10.2  Electfi

All| electrical ags should be stated with reference to externally available connectipns.

10.2.1 Ratings for each individual device in accordance with Publications 747-2, 747-3, etc.

10.2.2 Maximum voltage between terminals, including the substrate if a terminal connection is
made thereto.

1023 The maximum total power dissipation for each individual device should be stated. In
addition, the maximum total power dissipation of the multiple device, under the same
conditions of case or ambient temperature as for each individual device.
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10.3  Caractéristiques électriques

On devra indiquer toutes les caractéristiques électriques en se référant aux connexions
disponibles extérieurement (voir note 1, page 78), a4 savoir:

10.3.1 Les caractéristiques pour chaque dispositif individuel séparément en accord avec la
Publication correspondante 747-2, 747-3, etc.

1032 Sil y a lieu, le courant de fuite maximal entre bornes, y compris le substrat si ce
dernier est relié a une borne de connexion.

borne de
maine de

10.3.] apacite maximale enire
connexion, 4 une tension et 4 une fréquence spécifiées comprj

fonctionnement.
10.3.4 S’il y a lieu, le sens de la polarisation pour I'isolemex

10.3.3 appariéed, on doit

directe a
nt direct.

5°C-et a
pour une
ant correspondre a la plus petite valeur du courant
d’emploi du dispositif.

our: les dispositifs prévus pour les applications d’amplification en petits signaux, on dg¢vra indiquer

1sposmfs prévus pour les applications en courant continu ou en commutatipn, on devra
1nd1 er le rapport statique de transfert du courant (hyg).

10.3.6—0 s la—nature—etta—srandeur—de—tous—les—effets r‘|’1r\fort‘r\“hlngp élect lque dans

v LT Lu\.n\.luvnu ra—hature—eta Sranotur—ao—Touy

les conditions de fonctionnement prévues.

10.4 Caractéristiques thermiques

10.4.1 Sl y a lieu, la résistance thermique maximale de la partie du chemin d’écoulement de
la chaleur vers le boitier ou vers le milieu ambiant, qui est commune & tous les
dispositifs, devra étre indiquée pour les mémes conditions que celles mentionnées pour
les dispositifs considérés séparément.

Cette résistance représente la résistance thermique de couplage entre les dispositifs.


https://iecnorm.com/api/?name=990ddf02906fe9059a417904e4367c2d

747-1 © 1IEC 1983 — 77 —

10.3  Electrical characteristics

All electrical characteristics should be stated wifh reference to externally available

conne

ctions (see Note 1, page 79), i.e.:

10.3.1 Characteristics for each individual device in accordance with the relevant Publication

747-2,

747-3, etc.

10.3.2 Where appropriate, maximum leakage current between terminals, including the substrate
if a terminal connection is made thereto.

inal

10.3.3 Maxi ween each terminal and the substrate when a term
connettion is made thereto, at a specified voltage and frequency within theé\operafing
range.

10.3.4 Where appropriate, biasing polarity for isolation.

10.3.5 Where multiple devices are supplied with the intention 0

the fqllowing information should be given:

25

b) M
TH

a) ZLlnple diodes

.| Base-emitge

degree of matching of the
°C and at one higher temperaturg

ultiple transistors

collecto
which the

o) should be stated.
esNintended for d.c. or switching applications, the static current transfer ratio (M) s

10.3.6 Th

L “gature and magnitude of any electrical cross-coupling effect should be st

and
hlue
rent

ratio

hould

hted

under the intended conditions of operation.

10.4 Thermal characteristics

10.4.1 Where appropriate, the maximum thermal resistance of that part of the heat path to
case or ambient which is common to all devices, should be stated under the same

conditions as for each device separately.

Th

is represents the thermal coupling resistance between devices.
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1042 Sl y a lieu, on devra indiquer la résistance thermique maximale entre chaque
dispositif individuel et 'extrémité chaude du chemin commun d’écoulement de la chaleur.

Cette résistance représente la résistance thermique de découplage de chaque dispositif.

Note 1. — Les valeurs des caractéristiques électriques et thermiques devront étre basées sur des mesures
effectuées sur chaque dispositif, les dispositifs qu’on ne mesure pas étant maintenus hors
fonctionnement.

10.5 Données mécaniques

Voir article 7.

11. Dispersion et conformité de la production

L’énoncé des valeurs maximale et/ou minimale implique /q yaleur| de la

¢aractéristique se situe a (ou entre) des limites fixées.

Dans les transactions commerciales impliquant des lgt psitifs a
4emiconducteurs, la proportion de dispositifs ayant des valeurs “saractéristi dehors
des limites maximale et/ou minimale pour le lot vefid ' des de vérification

font I’'objet d’un accord entre le fournisseur et I’

De semblables méthodes, fondées sur une j rmettent

d’admettre un pourcentage accepté de disp

12. (iblages et circuits imprimés

ge d’ensemles 2 § dispositifs 4 semiconducteugs, on a
par_ultra-sons et/ou de solvants, on devra donsulter

gjet de Peffet nuisible éventuel de ces méth¢des sur

Si, dans le nettoya
‘intention de se sé
le fabricant de semiC
es dispositifs ¢

9,

S
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10.4.2 Where appropriate, the maximum thermal resistance between each individual device and
the hot end of the common heat path should be stated.

Thi

Note 1

10.5 Mech

See

11. Produgtien—spread—and compliance

Thd statement of maximum and/or minimum value(s) implies th

chara

s represents the thermal decoupling resistance of each device.

. — Values of electrical and thermal characteristics should be based on measurements made on each

device, with the devices not being measured inoperative.

anical data

Clause 7.

teristic lies at (or between) the stated limits.

the

In | commercial dealings involving particular lots of senii the
propdrtion of devices having characteristic values outside the maxi 3 imum
limits| in the lot sold and the methods of verification are d er ; Een

suppl

Sud
of de

12. Printefl wiring and printed circuits

If,
to u
shou
concy

er and purchaser.

in the cleaning of 2
either ultrasonic\
be consulted

rned.

 semiconductor device manufact

nductor devices, the intentioI is

hge

rer
ces
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CHAPITRE VII: METHODES DE MESURE GENERALES
ET METHODES DE MESURE DE REFERENCE, GENERALITES

SECTION UN — METHODES DE MESURE GENERALES

1. Introduction

Les méthodes de mesure décrites dans les Publications 747 et 748 indiquent les

principes utilisés, mais pas les techniques détaillées pour leur appligation e. Quand
des tolérances sont indiquées, elles peuvent servir uniquement i ignifier les
écarts maximaux autorisés par rapport aux valeurs indiquées da de mesure
pratiques.

Lorsque plusieurs méthodes de mesure sont donng 0 méme paramétre, il est

N
entendu que chacune de ces méthodes peuy” convenir,>bien que Certaines sgient plus
de’ contrdle effectuées en
fabrication.

2. Précautions générales

ement valables pour les dispositifs discrets et les
bes différentes catégories de dispositifs sont indiquées

épassées. Les circuits peuvent, par exemple, comprgndre des
rant et de

& de ne pas insérer ou enlever les dispositifs d’un circuit quand il est

2.1.2_Alimentations

Toutes les alimentations doivent &tre limitées de fagon a éviter les risques
d’endommagement du dispositif a4 mesurer par des surcharges et des phénoménes
transitoires durant la commutation, le réglage et la mesure.

2.1.3  Appareils de mesure

Il est souhaitable de protéger les appareils de mesure contre les surcharges importantes
provenant de dispositifs & semiconducteurs détériorés ou de montages incorrects.

On peut inclure des diodes dans les circuits afin de protéger les amplificateurs des
oscilloscopes, des impulsions demi-sinusoidales indésirables.
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CHAPTER VII: GENERAL AND REFERENCE MEASURING METHODS,
GENERAL

SECTION ONE — GENERAL MEASURING METHODS

1. Introduction

2. General| precautions

Note. - The precautions descriped in this_clause aré gemerally \walid Aor discrete devices and integrated cirduits.
Special precautions £ arti 2vice\ catepories are given together with the measuring methody for

2.1

2.1.1

212

2.13

The measuring methods described in Publications 747 and 748 outline the principles
are

emplofjed but not the detailed techniques for pracfical application. Where 10
given,| they can only be used as guidance for the maximum deviatj
circuit| values that are permissible in practical application. Where

with ¢onditions of measurement are provided, they should be used
maximlum deviations from absolute circuit values that arg” pe
measufing systems.

Where several methods of measuring one parameter are des

are mpre suited to production testing.

the relevant categ

Protection of devifes 4
Limiting values

Thg

devics
to limit maximom\ s currents and voltages.

it is_energized

Power supplies

ents should be such that the limiting values of|the
ay for example include clamping diodes or resistors

All power supplies should be clamped to protect the device being measured from
possible damage caused by transient phenomena and surges during switching, adjustment

and measurement.

Measuring instruments

It is advisable to protect the meters against heavy overloads arising from faulty

semiconductor devices or incorrect connection.

Diodes may be included in circuits in order to protect amplifiers in oscilloscopes from

unwanted half-cycle pulses.
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2.2 Précision des mesures

221

222

223

224

2.2.5

Conditions d’équilibre thermique

Toutes les mesures électriques devront &tre faites dans des conditions d’équilibre
thermique, 2 moins qu’il n’en soit spécifié autrement ou a moins que la mesure ne soit
faite en impulsions. Quand les conditions de mesure provoquent un changement
appréciable dans le temps de la caractéristique & mesurer, les moyens de compenser de
tels effets devront &tre spécifiés; par exemple, la durée pendant laquelle le dispositif doit
étre maintenu dans les conditions de mesure avant qu’elle ne puisse &étre effectuée.

L'équilibre thermique peut étre considéré comme étant acquis si le fait de doubler le
temps entre 'application de la puissance et la mesure ne produit pas de changement du

reriliat—alt dane lag limitac do PPar &
rey
esuttatobtent—dans—es—HAHes—ae 1 eFred—Pprevie

Alimentations

Le taux d’ondulation des alimentations ne doit pas avo [précision
iésirée pour la mesure.

Conditions du circuit

Pour la mesure de courants faibles, des ses pour
vérifier que les courants parasites ou les ¢ i res soient faiblles vis-a-

vis du courant 4 mesurer.
capacités parasites sojent sans
dcision désirée, autremept il sera
ces capacités parasites dans le résultat.

On prendra soin que les vals
effet sur le résultat de la mesure
tenu compte des effets de ces j

< s-circuits
effectifs & la frég rf., les
composants née : itions de montage du dispositif sergnt ceux
spécifiés.

On pr
(qui pourraie

storsions

e I'effet

ssage du

cdutant et ceux servant a la mesure de la tension ne doivent pas étre les mémep. Si cela

rr'estpas—possibie, o peut—avoir—é—ecorrigertes—valeurs—des—tensions—mesurées—ents bornes.
De plus, pour les dispositifs & courant fort, I'inductance résiduelle doit &tre aussi faible
que possible.
Les formes d’onde & l'entrée et a la sortie des circuits redresseurs ou convertisseurs
peuvent ne plus avoir une forme sinusoidale. Les facteurs de transformation sinusoidaux

conventionnels ne sont pas applicables pour des formes d’onde déformées, par exemple
pour passer d’une valeur moyenne & une valeur efficace ou de créte.

En conséquence, on tiendra compte de la chute de tension dans les circuits de mesure
du courant ainsi que du courant consommé dans les circuits de mesure de la tension,

s’ils sont appréciables.
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2.2 Accuracy of measurement

22.1

222

223

224

2.2.5

Thermal equilibrium conditions

All electrical tests should be conducted under thermal equilibrium conditions unless
otherwise specified or unless the measurement is performed under pulse conditions. When
test conditions cause a significant change with time of the characteristic being measured,
means of compensation for such effects should be specified; for example, the length of
time that the device should be maintained at test conditions before making a

measurement.

Thermal equilibrium may be considered to have been achieved if doubling the time
between the application of power and the measurement causes no change in the

indicited result within the expected error.

Power supplies

Pawer supplies ripple should not affect the desired accuracy easurene

Cirquit conditions

If | low currents are measured, suitable precaution SIG RN ken to ensure | that
paragitic circuit currents or external leakage curre ¢ ared with the current

being measured.

Cgqre should be taken to ensure i e and Jinductance values have no
effedt on the measurement result withi * ed accuraCy, or alternatively thai the
effedts of stray capacitance and indyctance are\ta nto account in the result.

Coupling or bypassifig aci 2t effective short circuits at| the
meagurement frequency\Whexg(r.f. i impdrtant, the necessary components afd/or
moupting condition: : ice pecified.

Chare shou 3 ihimize afious oscillations or distortions likely to affect
the pccuracy o

Lighting conditio

W : g st hown to be light sensitive, the effect of lighting condjtions
shou

Me

Ffr any deviee/carrying large currents, separate current-carrying and voltage-meaquring
confacty” ’should be used. When this is not possible, corrections may have to be mafde to
the measured values of inter-terminal voltages.

In addition, for high-current devices, residual inductance should be as low as possible.

The input and output waveforms of rectifying and converting circuits may be distorted
from sinusoidal. Conventional sinusoidal conversion factors are not applicable to distorted
waveforms, e.g. from average to r.m.s. or crest values.

Therefore, allowance should be made in the measuring process. Allowance must be
made for the voltage drop across current measuring circuits and for the current taken by
voltage measuring circuits, if these are significant.
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2.3 Définitions

Pour les besoins de cette norme, les définitions suivantes sont applicables a des circuits
de mesure pratiques.

2.3.1 Circuit ouvert

Un circuit sera considéré comme en circuit ouvert si le fait de diviser par deux son
impédance ne produit pas de modification de la valeur mesurée du paramétre supérieure
a Perreur permise pour la mesure.

2.3.2  Court-circuit

impédance
p Perreur

233

produit
permise

bour la mesure.

2.3.4 | Source de courant constant

le fait de| doubler
surée du

Une source de courant se
‘impédance de la charge ne
baramétre supérieure a 'erreur pe

235

e constante si le fait de diviser [par deux
de modification de la valeur mepurée du

2.3.6

e méthode en impulsions, lorsque le facteur d’ytilisation,
et la vitesse de répétition ne sont pas spécifiées, ceuxici seront
< la variation de la valeur mesurée du paramétre ne dépasse pas

b)Aa-durée initiale de impulsion est doublée ou la vitesse de répétition est diminuée de

moitié.

SECTION DEUX — METHODES DE MESURE DE REFERENCE

1. Guide pour les méthodes de mesure de référence

1.1 Principes directeurs pour le choix des méthodes de référence

Toutes les fois que cela sera possible, pour chaque caractéristique, il devra exister une
seule méthode de référence qui devra &tre acceptée en accord avec la procédure normale

de la CEL
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2.3 Definitions
For the purpose of this standard, the following definitions apply to practical measuring
circuits.
23.1 Open circuit

A circuit should be considered open-circuited if a two-to-one decrease in its impedance
does not produce a change in the measured value of the parameter that is greater than
the permitted error of measurement.

2.3.2 Short circuit

A ance
does than
the permitted error of measurement.

2.3.3 Small signal

A [signal should be considered small if a two-to-one in not
prodpce a change in the measured value of the para the
pernfitted error of the measurement.

2.3.4 - Corstant current source

A [current source should be co load
impedance does not produce a changei than
the permitted error of measurement.

2.3.5 Constant voltage source

A load
imp¢ than
the permitted @

2.3.6 Puly e

Fg and
repetiti e ¢ pecified, these should be so chosen that the change, if the
meag
a) th
b) the initi

SECTION TWO — REFERENCE MEASURING METHODS

1. Guide for reference measuring methods

1.1 Guiding principles in selecting reference methods

Whenever possible, for each characteristic, there should be only one basic method
which should be accepted according to normal IEC procedure.
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La méthode choisie devra étre celle présentant une précision et une reproductibilité
suffisantes.

Les tolérances devront étre acceptées par les différents Comités nationaux, mais
devront étre en accord avec toute tolérance pouvant &tre déduite par le calcul.

Dans le cas ot l'on mesure une grandeur qui dérive dans le temps, il faut indiquer la
précision qu’aurait la mesure appliquée a un élément ne dérivant pas.

La méthode choisie devra étre telle qu’elle permette d’imposer les conditions
électriques, climatiques et mécaniques, et cela dans des tolérances acceptables.

ouT—tou odes—d d . isic e_devra étre
indiquée pour la méthode & température ambiante ou celle point de
référence ou pour les deux méthodes.

Le domaine d’utilisation dans lequel la méthode de référence foyée, en

Note. — En choisissant des méthodes satisfaisant aux exigences
points suivants:

Hération les

a) Les méthodes donnant un résultat direct sont

b) Toutes les méthodes devront répondre aux limites et
caractéristiques essentielles. Quand des lfmi conditions
de référence, ces limitations/doiyent & :

¢) Les méthodes de référence seront\dévrites en u lieu des
«conditions spécifiées» employées da G 2 actéristiques
essentielles.

Les conditions de mesure dg aux valeurs
spécifiees.

d) L applicatiq

Esaires pour

esurpés électriques de référence

ecomymandagions suivantes pour imposer les conditions thermiques deyront étre
ses— chaque “fois qu’elles seront requises par la méthode de mesure de | référence
d’ure scarastéristique électrique. Une telle imposition est généralement nécessai}e lorsque

la<caractéristique 4 mesurer est trés sensible a la température et lorsque la mé¢thode de
mesure provoque uUne augmentation non négligeable de iz température—de—ta—jonction.

Deux cas généraux peuvent se présenter en pratique, a savoir:

1. La méthode de mesure n’entraine qu’une dissipation de puissance négligeable dans le
dispositif.

2 La méthode de mesure entraine une dissipation de puissance non négligeable dans le
dispositif.

Les techniques a utiliser dans chacun de ces cas sont décrites dans les paragraphes
2.3.2 a 2.3.5 ci-aprés.
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The method chosen should have a sufficient accuracy and reproducibility.

The tolerances must be agreed to by the various National Committees, but should be
consistent with any tolerance which can be deduced by computation.

It is the accuracy of the method itself, independent of any device drift which may
occur, which has to be specified.

The method chosen should be one which permits the necessary control of the electrical
and environmental conditions to be maintained within an acceptable tolerance.

For_all reference methods of measurement, the expected accuracy should be indicated
for the ambient or reference-point temperature method or both.

The range of operating conditions over which the reference method\c pithin

the $pecified tolerance must be stated.
Note.|— In choosing methods to comply with the above requirements, I into
consideration:

a) Methods giving a direct answer are preferable.
b) All methods should fulfil the requirements giyen

essential ratingp and
e range ef refetefice conditions, thes¢ must
re@n c6nditions” instead of “specified
4r as possible, made equal fo the
specified values.

d) Methods should

e) All components 2 efquiged for the measurement should be readily avpilable,

2.1 Intrd
T d be
obs S ctrical
chaf & This\control will usually be needed when the characteristic being megsured

is YVery temperat@ire sensitive and when the method involves a significant rise Tx the

1 1on—temperature
_]un@t O P 4

ToH—tCtr

Two general cases may occur in practice, namely:

1. The method of measurement involves negligible power dissipation in the device.

7 The method of measurement involves a significant power dissipation in the device.

The techniques to be used in each of these cases are described in Sub-clauses 2.3.2 to
2.3.5 as follows.
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Conditions dans le cas d’une dissipation de puissance négligeable dans le dispositif

Ce paragraphe s’applique & tous les dispositifs, quel que soit le refroidissement prévu,
pourvu que la puissance dissipée pendant la mesure ~électrique n’ait qu'un effet
négligeable.

Cette condition est réalisée:

a) soit lorsque la méthode de mesure en régime permanent de la caractéristique entraine
une dissipation de puissance négligeable dans le dispositif;

b) soit lorsqu’il est possible d’utiliser une méthode par impulsions, ces derniéres étant
suffisamment bréves pour que la puissance moyenne dissipée par le dispositif ait un
effet négligeable.

ction et
hmbiance, un délai suffisamment long devra étre observé pour jonction
pit & la température spécifiée imposée, avant de mesurer la ¥ istique,
est-a-dire pour qu’on ait approximativement:

|

Q. @n =

Eonction = ];)oitier = T,

Npte. — Si P'on choisit une méthode par impulsions, il cefivi e aucun phénomeéne [transitoire

if

C ¢ ; s gligéable dans le disposif

~

2]

est pas

j=]

€8sous:

ont des dispositifs congus pour fonctionner dans des
haturel, et qui sont mesurés par rapport|a une

- i iti nodeNC, qui sont des dispositifs congus pour fonctionner dans des
i idiS§sement naturel, mais pour lesquels les caractéristiques sont
rapport 4 la température d’un point de référence spécifié situg sur le

Les\ dispositif§ de mode F, qui sont des dispositifs congus pour fonctionner dans des
conditions de refroidissement forcé, et pour lesquels les caractéristiques sont mhesurées
par rapport & des conditions spécifiées du fluide de refroidissement.

Les dispositifs de modes A et F constituent deux catégories de dispositifs a
température ambiante spécifiée.

Les dispositifs de mode C sont équivalents aux dispositifs a température de boitier
spécifiée.

On devra utiliser I'une des méthodes de stabilisation de la température de mesure
décrites dans les paragraphes 2.3.2, 2.3.3 ou 2.3.4 ci-aprés. La méthode choisie devra étre
conforme & celle recommandée par la méthode de mesure de référence relative a cette
caractéristique.
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This sub-clause applies to all devices, however cooled, provided the power dissipated
during the electrical measurement has negligible effect.

This condition is realized whenever:

a) the method of measurement of the characteristic is a steady-state method which causes
a negligible power dissipation in the device; or

b) it is possible to use a pulse method in which the duration of the pulses is sufficiently
short so that the mean power dissipation in the device has negligible effect.

Taking into account the thermal impedance between junction and c and
ambibnt, a sufficiently long delay shall be allowed to be sure that the j the
presaribed specified temperature, before measuring the value of 1St . in
orden to have approximately:

]}unction = Tcase = T;\mbient

Note. |— If a pulse method is chosen, it must be ensured thd al Ot thermal trapsient

phenomena which may affect the accuracy of the meag
Condjtions in case of significant po

Cogling categories

THis sub-clause applies\to ajl—de¢ ; the
devige is significant duri i

Dévices m@ fvi
— Mpde A deviCes

and

s designed to operate with natural cooling conditions, byt for
harabteristics Vare measured with respect to the temperature of a spegified

h:l:)de F devites, i.e. devices designed to operate under forced cooling conditions] and
fok “Which the characteristics are measured with reference to specified cooling [fluid
conditions.

Mode A and Mode F devices are two categories of ambient-rated devices.
Mode C devices are equivalent to case-rated devices.

One of the methods of stabilizing the temperature of measurement as outlined in
Sub-clauses 2.3.2 to 2.3.4 should be used. The method selected should be in accordance
with that recommended by the reference method of measurement for the characteristic.
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2.3.2 Dispositifs de mode A

Ce sont des dispositifs congus pour fonctionner avec un refroidissement naturel, dans
lesquels I’évacuation de la chaleur est réalisée par radiation et convection libre dans lair
calme, et par conduction par les fils de sortie.

Ces dispositifs ne sont généralement pas congus pour utiliser d’autres moyens de
refroidissement tels qu’ailettes, agrafes de fixation, etc. (mais voir toutefois le paragraphe
2.3.5).

Exemples: diodes de faible puissance et transistors de faible puissance.

Les conditions ambiantes de refroidissement de ces dispositifs sont définies par:

P

ire Tomp

Les mesures seront effectuées dans une champ i ppropriées comportant
des parois non réfléchissantes, et construite d¢ fagoy pion dans laquelle les

La chambre doit pouvoir régions dans lesquglles les
Tspositifs peuvent é&tre placés, : ec “une tolérance de =*2°C, ou
inférieure a cette valeur si cela ort 4 une température spécifiég.

I'air contenu dans la chambre, sous
¢t pourvu que les mémes résultats|puissent

par ’leurs fils de sorties. Le contact de fixdtion sur
a une distance du boitier qui ne soit pas ipférieure

Les dis
acun de

\

< sera mesurée sous le boitier a une distance dg celui-ci
son diamétre, cette distance ne devant pas étre infgrieure a

arguér que la reproductibilité des mesures pour les dispositifs de mode A est ftroitement

2.3.3 Dispositifs de mode C

Ce sont des dispositifs congus pour fonctionner avec un refroidissement naturel, dans
lesquels 1’évacuation de chaleur est obtenue surtout par conduction vers un radiateur qui
ne fait pas normalement partie intégrante du dispositif.

Exemples: diodes de redressement de moyenne puissance et transistors de puissance dont
le boitier est muni d’un embout fileté ou auxquels peut étre adapté une bride
ou un collier de fixation.

Les caractéristiques sont fixées par le fabricant avec référence & la tempeérature Tease
d’un point de référence spécifié sur le boitier ou sur I'embase.


https://iecnorm.com/api/?name=990ddf02906fe9059a417904e4367c2d

747-1 © 1IEC 1983 — 91 —

232

233

Mode A devices

These are devices designed to operate with natural cooling, in which heat is removed
by radiation and free convection in still air, and by conduction through the leads.

These devices are not designed normally for use with other cooling means such as
fins, fastening clips, etc. (but see Sub-clause 2.3.5).

Examples: low-power diodes and low-power transistors.
The ambient conditioils of cooling of these devices are defined by:

— the[Mmounting of the device and its orientation withrespect—to—a verttealtnes

— the| length, the thickness and the material of the leads;

— the| nature of the surroundings (volume, surface conditions, temp

Tamb

with
d is

here the devices maly be
or less if required, pf a

speciffied temperature.

It |is permissible to st —t i e ths, cHamber, provided that this doeq not

cool | the devices, and hrger

cham

Th 1 be
mads " the
leadyq.

TJ at a
distance f m.
Note. n the

Mode C devices

These are devices designed to operate with natural cooling, in which the heat is
removed principally by conduction to a heat sink which is not normally an integral part
of the device.

Examples: medium power rectifier diodes and power transistors in which the case is
provided with a threaded stud, or to which a fastening collar or strap may be
attached.

The characteristics are established by the manufacturer relative to the temperature Tcage
of a specified reference point on the case or on the base.
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Les mesures seront faites - dans des conditions telles que la résistance thermique
boitier-ambiance soit aussi faible que possible par rapport a la résistance thermique
jonction-boitier.

Par exemple, cette condition peut étre réalisée en montant le dispositif dans une grosse
masse de métal contrdlée thermostatiquement, ou en le montant dans un bain d’huile
contrélé thermostatiquement.

Dispositifs de mode F

Ce sont des dispositifs congus pour fonctionner obligatoirement avec un refroidissement
forcé, et ayant des ailettes de refroidissement ou d’autres accessoires similaires fournis
comme partie intégrante du dispositif.

Exemple: diodes de redressement de forte puissance.

Les conditions de refroidissement dépendent des facteurs suivg

le type de fluide (air, fréon, eau, huile, etc.);

- la position et I'orientation du dispositif par rapport & 1"é¢coulemgnt ddu
- la température en un point spécifié sur I'ava purs de
I’écoulement;

la vitesse et la pression du fluide a D’entrée.

ions de

Certains dispasiti ‘ vitérieurement é&tre munis d’une agrafe de
fixation ou d’ tte. ajeure partie de la chaleur dissipée| par le
dispositif est\ ainsj ce\ parNconduction vers cette agrafe ou cette ailette, le dlispositif
doit étre 5ifif de mode C

Les disposi 3. MY pewvent &tre aussi spécifies selon la méthode déchite pour
les disposi i
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